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最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】        （修正有）
【課題】いわゆる焼き付きが原因となる液晶表示装置の
表示不良を防止する。
【解決手段】液晶層７と、該液晶層を挟持する２枚の液
晶表示装置用基板２と、該液晶表示装置用基板の液晶に
接する面の側に配向膜６を有する液晶表示装置におい
て、該配向膜の体積抵抗値Ｒａ１と液晶の体積抵抗値Ｒ
１ｃを０．９８ｘＲ１ｃ≧Ｒａ１の所望の関係にするこ
とにより焼き付きを防止することができる。液晶の抵抗
値の調整は有機物などの添加物を入れることにより、ま
た、配向膜の抵抗値の調整は有機膜を被膜した金属酸化
物の導電性微粒子を入れることにより行なう。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】２枚の液晶表示装置用基板間に液晶を介し
てなり、該液晶表示装置用基板の液晶に接する面の側に
配向膜を有している液晶表示装置において、液晶の体積
抵抗値をＲlc、配向膜の体積抵抗値をＲalとすると、
０．９８×Ｒlc≧Ｒal
の関係を満足することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】２枚の液晶表示装置用基板間に液晶を介し
てなり、該液晶表示装置用基板の液晶に接する面の側に
配向膜を有しており、一方の液晶表示装置用基板の液晶
に接する面の側にアクティブ素子および画素電極を有し
ている液晶表示装置において、液晶の体積抵抗値をＲl
c、アクティブ素子および画素電極を有している基板上
の配向膜の体積抵抗値をＲal1、対向する基板上の配向
膜の体積抵抗値をＲal2とすると、
０．９８×Ｒlc≧Ｒal1，および、
０．９８×Ｒlc≧Ｒal2
の関係を満足することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2であること
を特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】配向膜中に導電性粒子を含むことを特徴と
する請求項１から３のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項５】導電性粒子として、酸化インジウム、酸化
錫、酸化インジウム錫、カドニウムドープ酸化錫、酸化
チタン、二酸化チタン、酸化亜鉛のうちの一種または複
数種を使用することを特徴とする請求項４に記載の液晶
表示装置。
【請求項６】配向膜中に金属アルコキシドを含むことを
特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の液晶表示
装置。
【請求項７】液晶表示方式がＩＰＳ方式であることを特
徴とする請求項１から６のいずれかに記載の液晶表示装
置。
【請求項８】液晶表示方式が垂直配向方式であることを
特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の液晶表示
装置。
【請求項９】低温多結晶シリコンＴＦＴまたは連続粒界
結晶シリコンＴＦＴを用いたことを特徴とする請求項１
から８のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項１０】２枚の液晶表示装置用基板のうちの少な
くとも一方が、着色画素を有するカラーフィルタ基板で
あることを特徴とする請求項１から９のいずれかに記載
の液晶表示装置。
【請求項１１】カラーフィルタ基板が額縁またはブラッ
クマトリックスを有し、該額縁またはブラックマトリッ
クスが、顔料を含有した樹脂であることを特徴とする請
求項１０に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】額縁またはブラックマトリックスを構成
する顔料が、金属酸化物であることを特徴とする請求項
１１に記載の液晶表示装置。
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【請求項１３】金属酸化物として、少なくとも酸窒化チ
タンを含有することを特徴とする請求項１２に記載の液
晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係
り、いわゆる表示の焼き付きのない液晶表示装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】ＴＶやパソコン、ワープロ、その他の情
報機器の表示デバイスとして、近年、液晶表示装置を用
いた薄型、軽量かつ低消費電力の表示装置が多用される
ようになった。
【０００３】この液晶表示装置はその駆動法により大き
く単純マトリックス駆動型とアクティブ駆動型の２つに
分けられる。単純マトリックス駆動型は直接駆動型やパ
ッシブマトリックス型と呼ばれ、２枚の基板上にスリッ
ト状の電極を直交配置し、その電極間に液晶を挟む構成
で、上下の透明電極の重なり部分が単位画素となる。代
表的な表示モードとして、超ねじれネマチック（ＳＴ
Ｎ：Ｓｕｐｅｒ－Ｔｗｉｓｔｅｄ  Ｎｅｍａｔｉｃ）モ
ードや強誘電性液晶（ＦＬＣ：Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒ
ｉｃ  Ｌｉｑｕｉｄ  Ｃｒｙｓｔａｌ）モードがある。
いずれも画素部にアクティブ素子を持たないため、ＳＴ
Ｎでは電圧に対する急峻な電気光学特性を利用した電圧
平均化法により、ＦＬＣでは液晶自身のメモリー性を利
用して多数ライン駆動を可能にしている。ＳＴＮでは表
示ライン数が増加するとコントラスト比が低下していく
ことと、動画に対応できるほどの応答速度が得られにく
いことからノートＰＣやモニター用途などの特に大型高
精細ディスプレイでの地位をアクティブ駆動型に譲りつ
つある。
【０００４】一方、アクティブ駆動はアクティブ素子の
もつ電流－電圧特性の非線形性を制御スイッチとして利
用して、アクティブ素子がＯＮ状態では画素への高速電
圧書き込み、ＯＦＦ状態では高抵抗による電圧保持がで
きる機能を組み合わせることにより表示する方式であ
る。
【０００５】アクティブ駆動方式は、用いるアクティブ
素子の構造によりいくつかの方式に分けられる。大きく
は構造が比較的簡単な２端子型と薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ：Ｔｈｉｎ－Ｆｉｌｍ－Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）な
どを用いる３端子型に分類される。２端子型のアクティ
ブ素子としては、ダイオード型、ＭＩＭ（Ｍｅｔａｌ－
Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ－Ｍｅｔａｌ）型、ＺｎＯバリスタ
ー型などがあり、構造が簡単で低コストという特徴を生
かした開発が進められている。
【０００６】３端子型のアクティブ素子としては、Ｃｄ
ＳｅＴＦＴ、非晶質シリコンを用いたａ－Ｓｉ  ＴＦＴ
（Ｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ  Ｓｉｌｉｃｏｎ）
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や単結晶シリコン上に回路を形成したＬＣＯＳ（Ｌｉｑ
ｕｉｄ  Ｃｒｙｓｔａｌ  ｏｎ  Ｓｉｌｉｃｏｎ）等が
ある。現在最も多く使われている３端子型のアクティブ
素子は、ａ－Ｓｉ  ＴＦＴで主にノートＰＣやモニタ
ー、ＴＶ用途向けに適用されている。最近では、高性能
のｐ－Ｓｉ  ＴＦＴや連続粒界結晶Ｓｉ  ＴＦＴを、ガ
ラス基板が使える低温プロセスで作製することが可能と
なり、従来の高温プロセスによる透過型プロジェクター
用のライトバルブや小型のビューファインダーに加え、
高精細ノートＰＣへと用途が拡大しつつある。このほか
にも、反射型のプロジェクターやビューファインダー用
途として、ＬＣＯＳ構造のライトバルブや小型ディスプ
レイが積極的に開発されている。
【０００７】アクティブ駆動方式の一例としてＴＦＴを
用いたアクティブ素子駆動の液晶ディスプレイについて
簡単に説明をする。一方の基板上に絶縁層により電気的
に分離された走査配線（Ｇａｔｅ  Ｌｉｎｅ）と信号配
線（Ｄｒａｉｎ  Ｌｉｎｅ）を設け、その交点付近にＴ
ＦＴを介して信号配線と接続された画素電極を配置した
構成となっており、ＴＦＴを介して各画素電極に独立に
電圧を書き込むことができる。アクティブ駆動では、画
素に電圧を書き込んだ電圧を安定に保持するため、画素
部の液晶容量に接続した保持容量（Ｓｔｒａｇｅ  Ｃａ
ｐａｃｉｔｏｒ）も必要となる。
【０００８】ゲート電極にＴＦＴの閾値電圧Ｖｔｈ以上
の電圧を加えることにより、ＴＦＴがＯＮ状態となり、
ドレイン－ソース間に電流が流れて信号電圧と液晶容量
と保持容量に書き込む。その後、ゲート電圧をＶｔｈ以
下に戻すことにより、ＴＦＴがＯＦＦ状態（高抵抗状
態）となり、画素部の液晶容量と保持容量に電圧を保持
することができる。ＴＦＴのＯＦＦ状態においては、信
号配線上に他の画素への信号電圧が与えられても高抵抗
で遮られているため信号配線上の電圧変動の影響を直接
受けることが無く、スタティック駆動に近い一定電圧を
液晶に加えることができる。
【０００９】ＴＦＴ駆動型は、液晶に常に一定電圧を加
えることができるスタティック駆動をアクティブマトリ
ックスで実現する駆動方式であることから、液晶の表示
モードに対する制約もほとんどない。これにより、高コ
ントラスト比、高速応答、広視野角などを特徴とするＴ
Ｎ（Ｔｗｉｓｔｅｄ  Ｎｅｍａｔｉｃ）モード、ＥＣＢ
（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ  Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ  
Ｂｒｉｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）モード、ＯＣＢ（Ｏｐｔ
ｉｃａｌｌｙ  Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ  Ｂｒｉｅｆｒｉ
ｎｇｅｎｃｅ）、ＩＰＳ（Ｉｎ  Ｐｌａｎｅ  Ｓｗｉｔ
ｃｈｉｎｇ）、ＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ  Ｖ
ｅｒｔｉｃａｌ  Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モードなど多く
の表示モードとの組み合わせが用いられている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】液晶表示装置は駆動法
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の観点から単純マトリックス駆動型とアクティブ駆動型
に分かれることは前述したが、液晶材料の誘電率異方性
や双極子モーメントを利用して外部からの電圧印加によ
り液晶の方向（ダイレクター）を制御する点において共
通している。したがって、液晶材料中に荷電粒子が存在
する場合には液晶表示装置の内部電場が荷電粒子の変位
により時間と共に変化するため、単純マトリックス駆動
型、アクティブ駆動型を問わず表示特性にその影響がで
る。アクティブ駆動型の代表であるＴＦＴ液晶表示装置
では、短期間の書き込み信号印加後に液晶層の電圧が一
定時間保持されねばならず、荷電粒子を除去することに
よる電気的高抵抗性の付与がＴＦＴ用液晶材料に求めら
れている。ＴＦＴ液用表示装置において焼き付きは液晶
材料中の不純物イオンが配向膜表面に吸着することによ
って発生すると考えている。
【００１１】一方単純マトリックス駆動型においては電
圧保持機能が必要でない分ＴＦＴ用液晶材料用の高抵抗
性は必要がないと言われているが、ＳＴＮで特徴的に現
れるＯＮ－ＯＦＦ領域境界での表示焼き付きについては
液晶中との不純物イオンとの関連を考えらている。
【００１２】焼き付きとは、液晶表示装置に同一パター
ンを長時間表示し続けたとき、画面を切り替えても前の
表示パターンが残る現象である。これは画像の濃淡に応
じて選択的に直流成分が重畳されることにより発生し、
液晶中の不純物イオンを除去すれば焼き付きが低減され
ることが判ってきた。すなわち、同一パターンを表示し
続けると液晶中でイオンに解離した不純物が駆動電圧に
よって（例えば電気泳動的に）配向膜表面に偏るように
なり、配向膜表面に電荷が溜まるのである。
【００１３】しかしこれら液晶中の不純物イオン量の低
減・制御することは工業的に困難であり、さらに不純物
イオンを完全に除去することは困難であった。結果、焼
き付け防止の観点から十分な対策ができず、液晶表示装
置の設計で大きな制約となっていた。一方、年々液晶表
示装置に求められる表示品位が高くなってきていた。
【００１４】本発明は、かかる背景に鑑み、焼き付きが
防止された生産性の高い液晶表示装置を提供せんとする
ものである。
【００１５】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発
明の液晶表示装置は以下の構成からなる。すなわち、
（１）２枚の液晶表示装置用基板間に液晶を介してな
り、該液晶表示装置用基板の液晶に接する面の側に配向
膜を有している液晶表示装置において、液晶の体積抵抗
値をＲlc、配向膜の体積抵抗値をＲalとすると、
０．９８×Ｒlc≧Ｒal
の関係を満足することを特徴とする液晶表示装置。
【００１６】（２）２枚の液晶表示装置用基板間に液晶
を介してなり、該液晶表示装置用基板の液晶に接する面
の側に配向膜を有しており、一方の液晶表示装置用基板
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の液晶に接する面の側にアクティブ素子及び画素電極を
有している液晶表示装置において、液晶の体積抵抗値を
Ｒlc、アクティブ素子および画素電極を有している基板
上の配向膜の体積抵抗値をＲal1、対向する基板上の配
向膜の体積抵抗値をＲal2とすると、
０．９８×Ｒlc≧Ｒal1，Ｒal2
の関係を満足することを特徴とする液晶表示装置。
【００１７】（３）０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2であ
ることを特徴とする前記（２）に記載の液晶表示装置。
【００１８】（４）配向膜中に導電性粒子を含むことを
特徴とする前記（１）から（３）のいずれかに記載の液
晶表示装置。
【００１９】（５）導電性粒子として、酸化インジウ
ム、酸化錫、酸化インジウム錫、カドニウムドープ酸化
錫、酸化チタン、二酸化チタン、酸化亜鉛のうちの一種
または複数種を使用することを特徴とする前記（４）に
記載の液晶表示装置。
【００２０】（６）配向膜中に金属アルコキシドを含む
ことを特徴とする前記（１）から（３）のいずれかに記
載の液晶表示装置。
【００２１】（７）液晶表示方式がＩＰＳ方式であるこ
とを特徴とする前記（１）から（６）のいずれかに記載
の液晶表示装置。
【００２２】（８）液晶表示方式が垂直配向方式である
ことを特徴とする前記（１）から（６）のいずれかに記
載の液晶表示装置。
【００２３】（９）低温多結晶シリコンＴＦＴまたは連
続粒界結晶シリコンＴＦＴを用いたことを特徴とする
（１）から（８）のいずれかに記載の液晶表示装置。
【００２４】（１０）２枚の液晶表示装置用基板のうち
の少なくとも一方が、着色画素を有するカラーフィルタ
基板であることを特徴とする前記（１）から（９）のい
ずれかに記載の液晶表示装置。
【００２５】（１１）カラーフィルタ基板が額縁または
ブラックマトリックスを有し、該額縁またはブラックマ
トリックスが、顔料を含有した樹脂であることを特徴と
する前記（１０）に記載の液晶表示装置。
【００２６】（１２）額縁またはブラックマトリックス
を構成する顔料が、金属酸化物であることを特徴とする
前記（１１）に記載の液晶表示装置。
【００２７】（１３）金属酸化物として、少なくとも酸
窒化チタンを含有することを特徴とする前記（１２）に
記載の液晶表示装置。
【００２８】本発明においては、かかる液晶表示装置に
より焼き付きに対して改善された、より高い信頼性が得
られる。
【００２９】
【発明の実施の形態】本発明の液晶表示装置は、２枚の
液晶表示装置用基板間に液晶を介してなり、該液晶表示
装置用基板の液晶に接する面の側に配向膜を有してい
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る。配向膜は液晶分子を所定の方向に揃えるための有機
薄膜である。
【００３０】本液晶表示装置はその駆動法により限定さ
れない。駆動法としては、単純マトリックス駆動型とア
クティブ駆動型の２つに分けられる。
【００３１】単純マトリックス駆動型としてはＳＴＮ、
ＦＬＣモードといった表示方式に好適に用いられる。一
方、アクティブ駆動型としてはそのアクティブ素子とし
ては、２端子型（ダイオード型、ＭＩＭ型、ＺｎＯバリ
スター型）、３端子型（ＣｄＳｅＴＦＴ、ａ－Ｓｉ  Ｔ
ＦＴ、ｐ－Ｓｉ  ＴＦＴ、連続粒界Ｓｉ  ＴＦＴ、ＬＣ
ＯＳなどが好ましい。ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ  Ｎｅｍａ
ｔｉｃ）モード、ＥＣＢ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ  
Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ  Ｂｒｉｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）
モード、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ  Ｃｏｎｔｒｏｌ
ｌｅｄ  Ｂｒｉｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）、ＩＰＳ（Ｉｎ
  Ｐｌａｎｅ  Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ、文献としては例え
ば、ＬＣＤ  ＰＤＰインターナショナル２０００  液晶
パネル技術テキストＣ－４  デジタルメディア対応Ｓｕ
ｐｅｒ  ＩＰＳ方式ＴＦＴ液晶パネルの最新動向）、垂
直配向モード（垂直配向は配向膜にたいしてほぼ垂直に
液晶を配向させた状態を用いた表示モード。垂直配向モ
ードとしては、いくつかあるが例えば、ＭＶＡ（Ｍｕｌ
ｔｉ－ｄｏｍａｉｎ  Ｖｅｒｔｉｃａｌ  Ａｌｉｇｎｍ
ｅｎｔ、文献としては例えば(1) ＭＶＡ液晶ディスプレ
イにおける配向制御技術、Ｐ１１７  ＥＫＩＳＨＯ  Ｖ
ｏｌ．３  Ｎｏ．２  １９９９、(2)ＳＩＤ２０００  
２５．３：Ａｎ  Ｕｌｔｒａ－ｈｉｇｈ－ｑｕａｌｉｔ
ｙ  ＭＶＡ－ＬＣＤ  Ｕｓｉｎｇ  ａ  Ｎｅｗ  Ｍｕｌ
ｔｉ－Ｌａｙｅｒ  ＣＦ  ＲｅｓｉｎＳｐａｃｅｒ  ａ
ｎｄ  Ｂｌａｃｋ－Ｍａｔｒｉｘ、(3)ＳＩＤ２０００
  ２３．１：Ｆａｓｔ－Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ  ＬＣＤ  
ｗｉｔｈ  Ｍｕｌｔｉ－Ｄｏｍａｉｎ  Ｖｅｒｔｉｃａ
ｌ  Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ  Ｄｒｉｖｅｎ  ｂｙ  ａｎＯ
ｂｌｉｑｕｅ  Ｅｌｅｃｔｒｉｃ  Ｆｉｅｌｄ、(4)特
許第２９４７３５０号公報）モード、ＰＶＡ（Ｐａｔｔ
ｅｒｎｅｄ  Ｖｅｒｔｉｃａｌ  Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）
モード、ＡＳＶ（Ａｄｖａｎｃｅｄ  Ｓｕｐｅｒ  Ｖ）
といった表示方式（文献としては例えば２１世紀の液晶
ディスプレイの動向、Ｐ４０８  ＥＫＩＳＨＯ  Ｖｏ
ｌ．４  Ｎｏ．４  ２０００）に好適に用いられる。こ
れら表示モードにおいて、（１）分割配向用に樹脂突起
を設ける方法、（２）駆動用の電極をジグザク状や櫛歯
状にパターニングし、電圧のかかる方向を多様化する方
法、（３）配向方向を光配向をもちいて画素内で分割さ
せる方法、等を用いて液晶の配向を複数ドメイン化して
もよい。
【００３２】本発明の液晶表示装置は反射型液晶表示装
置、透過型液晶表示装置を問わず、また最近携帯情報端
末等に用いられている反射透過型液晶表示装置にも好適
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7
に用いられる。
【００３３】これら表示方式においても低温ｐ－Ｓｉ
（すなわち、低温多結晶シリコン）ＴＦＴ（文献として
は例えば低温多結晶シリコンＴＦＴ技術と液晶パネルへ
の応用、Ｐ１３１  ＥＫＩＳＨＯ  Ｖｏｌ．４  Ｎｏ．
２  ２０００）や連続粒界結晶Ｓｉ（シリコン）  ＴＦ
Ｔを使用した液晶表示装置で、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ
  Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）を液晶
表示装置用基板の画素部に内蔵し静止画像表示時に周辺
回路へのアクセスデータの読みとり、画素への書き込み
が不要となるタイプの表示装置においては、静止画像時
常に液晶に電圧がかかることになるため焼き付きが生じ
やすいため、特に本発明の構成の液晶表示装置が好適に
用いられる。低温多結晶シリコンや連続粒界結晶は、ア
モルファスシリコンに比して、電子移動度が大きい。ア
モルファスシリコンの電子移動度は、０．５～１μｍ2

／Ｖ・ｓｅｃに対し、低温ポリ多結晶シリコンや連続粒
界結晶シリコンでは、３０μｍ2／Ｖ・ｓｅｃ以上、さ
らには５０μｍ2／Ｖ・ｓｅｃ以上である。低温ポリシ
リコン、または連続粒界結晶シリコンを用いることで、
高開口率化あるいは低省電力化、高精細化、システムオ
ングラス化が可能になる。
【００３４】液晶の体積抵抗値と配向膜の体積抵抗値と
の関係は次のようにすることで配向膜上の電荷が蓄積し
にくくなり、焼き付きの防止能が高くなる。すなわち、
液晶の体積抵抗値をＲlc、配向膜の体積抵抗値をＲalと
すると、０．９８×Ｒlc≧Ｒalが好ましく、さらに焼き
付きを低減させるためには０．９０×Ｒlc≧Ｒalが好ま
しく、さらには０．１×Ｒlc≧Ｒalが好ましい。
【００３５】また、一方の液晶表示装置用基板の液晶に
接する面の側にアクティブ素子および画素電極を有して
いる液晶表示装置においては、液晶の体積抵抗値をＲl
c、アクティブ素子および画素電極を有している基板上
の配向膜の体積抵抗値をＲal1、対向する基板上の配向
膜の体積抵抗値をＲal2とすると、０．９８×Ｒlc≧Ｒa
l1，Ｒal2が好ましく、さらに焼き付きを低減させるた
めには０．９０×Ｒlc≧Ｒal1，Ｒal2が好ましく、さら
には０．１×Ｒlc≧Ｒal1，Ｒal2が好ましい。
【００３６】一方、配向膜の体積抵抗値が低すぎると、
特定画素にのみに電圧がかかりにくくなり、表示品位が
悪くなることがある。配向膜の体積抵抗値としては、１
０6Ω・ｃｍ以上が好ましく、さらに好ましくは１０7Ω
・ｃｍ以上、最も好ましいのは１０8Ω・ｃｍ以上であ
る。特に低温多結晶シリコンＴＦＴや連続粒界結晶シリ
コンＴＦＴを用いた液晶表示装置においては、配向膜
が、液晶表示装置用基板上に形成された駆動回路の浮遊
容量となって誤動作の原因となることがあり、１０8Ω
・ｃｍ以上が好ましい。
【００３７】液晶の体積抵抗値には特に限定はないが、
良好な表示品位を得るためには、１０8Ω・ｃｍ以上が
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好ましく、また液晶を工業的に生産するうえで１０19Ω
・ｃｍ以下が好ましい。したがって、１０8Ω・ｃｍ～
１０19Ω・ｃｍの間のＲal1、Ｒal2が好ましい。
【００３８】また特にアクティブ素子および画素電極を
有している液晶表示装置用基板上に形成する配向膜にお
いては、該配向膜の抵抗値が低いと表示品位の低下が起
こることがある。したがって、一方の液晶表示装置用基
板の液晶に接する面の側にアクティブ素子および画素電
極を有している液晶表示装置においては焼き付けの設計
のマージンを保ち、かつ配向膜の抵抗値が低すぎること
に対するマージンを保った設計をするには、アクティブ
素子および画素電極を有している基板上の配向膜の体積
抵抗値をＲal1、対向する基板上の配向膜の体積抵抗値
をＲal2とすると、Ｒal1≧Ｒal2とすることが好まし
い。したがって、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2が好ま
しく、さらに焼き付きを低減させるためには０．９０×
Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2が好ましく、さらには０．１×Ｒlc
≧Ｒal1≧Ｒal2が好ましい。
【００３９】配向膜の体積抵抗値（ρ）はガードリング
付きの３端子法で配向膜（電極面積（Ｓ）、配向膜の膜
厚（ｄ））の上下に設けられた電極面に電圧（Ｖ）を印
加し、流れた電流（Ｉ）から、次式を用いて求められ
る。
【００４０】ρ  ＝  （Ｖ／Ｉ）・（ｄ／Ｓ）
測定したρをもって、ＲalまたはＲal1またはＲal2とす
る。
【００４１】液晶の体積抵抗値（ρ）は、ガードリング
付きの３端子法で液晶を満たしたセル（電極面積
（Ｓ）、液晶層のギャップ（ｄ））の上下に設けられた
電極面に電圧（Ｖ）を印加し、流れた電流（Ｉ）から、
次式を用いて求められる。
【００４２】ρ  ＝  （Ｖ／Ｉ）・（ｄ／Ｓ）
測定したρをもって、Ｒlcとする。
【００４３】配向膜の表面抵抗値としては、表面抵抗が
１０7 ～１０14Ω／□であることが好ましい。低抵抗材
料の場合、表面抵抗値は材料の膜厚が厚いほど低下する
が、本発明の配向膜の場合、抵抗値が高いため膜厚には
必ずしも一次関数的に変化はしない。表面抵抗値はリン
グ電極を用いて、ＪＩＳＫ６９１１に従って測定する。
簡易的には測定したい配向膜の抵抗に応じ、三菱油化株
式会社（製）表面抵抗測定機“Ｌｏｒｅｓｔａ”また
は”Ｈｉｒｅｓｔａ”を用いて、４探針法やリング電極
を用いた２端子法や３端子法によって表面抵抗値（シー
ト抵抗）を測定することができる。
【００４４】本発明に用いられる基板としては、特に限
定されるものでないが、石英ガラス、ホウケイ酸ガラ
ス、アルミノケイ酸塩ガラス、表面をシリカコートした
ソーダライムガラスなどの無機ガラス類、プラスチック
のフィルムまたはシートなどの透明基板が好ましく用い
られる。この基板上に、赤青緑といった着色層、駆動用
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9
の電極や、遮光膜などが必要に応じて形成された液晶表
示装置用基板を用いて液晶表示装置は構成されている。
【００４５】液晶表示装置に使用される液晶としては、
配向膜の体積抵抗値との関係により適宜選択することが
できる。また表示方式、駆動方式に応じて液晶を選択す
ることとなる。例えば、ネマチック液晶やスメクチック
液晶が良好な表示を得るために用いられる。スメクチッ
ク液晶には強誘電性液晶や反強誘電性液晶や無しきい値
反強誘電性液晶などが含まれる。ネマチック液晶として
は、表示方式に応じて誘電異方性の正のもの、負のもの
を適宜用いることができる。
【００４６】液晶中には適宜添加物をいれてその抵抗値
を調整することができる。例えば、４－シアノ－３－フ
ルオロフェニル－トランス－４－エチルフェニルカルボ
キシレート、１－［４－（３，４，５－トリフルオロフ
ェニル）シクロヘキシル］－２－（４－メチルシクロヘ
キシル）エタン、４－シアノ－３－フルオロフェニル－
４－（４－プロピルシクロヘキシル）フェニルカルボキ
シレート、３，４－ジシアノ－５－フルオロフェニル－
トランス－４－プロピルシクロヘキシルカルボキシレー
ト、３，４－ジシアノ－５－フルオロフェニル－トラン
ス－４－プロピルシクロヘキシルカルボキシレート、３
－シアノ－４－トリフルオロメトキシ－５－フルオロフ
ェニル－トランス－４－エチルシクロヘキシルカルボキ
シレート、３－シアノ－２－フルオロフェニル－トラン
ス－４－ペンチルシクロヘキシルカルボキシレート、２
－（トランス－４－プロピルシクロヘキシル）－１－
［トランス－４－（２，３－ジシアノフェニル）シクロ
ヘキシル］エタンなどを用いることができる。
【００４７】配向膜は液晶表示装置用基板の液晶に接す
る面の側に形成される膜であり、液晶を所定の方向（ダ
イレクター）に配向させる性質をもつ。
【００４８】配向膜の材料としては、ポリイミド系樹
脂、ポリアミド系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂な
どの感光性または非感光性のものが好ましく用いられる
が、これらに限られるものではない。ただし、配向膜の
耐熱性・信頼性の点からポリイミド系樹脂が好ましい。
【００４９】ポリイミド系樹脂は、可溶性ポリイミド型
の配向膜溶液やポリアミック酸型の配向膜溶液を液晶表
示装置用基板上に形成した後に、必要に応じて乾燥、焼
成や光照射してえられる。配向膜材料は基板上に、フレ
キソ印刷、スピンコート、ロールコート、スリットダイ
コート、シルク印刷などにより液晶表示装置用基板上に
形成される。
【００５０】配向膜として好ましく用いられるポリイミ
ド系樹脂としては、特に限定されるものではないが、通
常下記一般式（１）で表される構造単位を主成分とする
ポリアミック酸を、加熱または適当な触媒によってイミ
ド化したものが好適に用いられる。
【００５１】
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【化１】

【００５２】ここで上記一般式（１）のｎは１～２の数
である。Ｒ

1
は酸成分残基であり、Ｒ

1

 は少なくとも２
個の炭素原子を有する３価または４価の有機基を示す。
耐熱性の面から、Ｒ

1

 は環状炭化水素、芳香族環または
芳香族複素環を含有し、かつ炭素数６から３０の３価ま
たは４価の基が好ましい。Ｒ

1

 の例として、フェニル
基、ビフェニル基、ターフェニル基、ナフタレン基、ペ
リレン基、ジフェニルエーテル基、ジフェニルスルフォ
ン基、ジフェニルプロパン基、ベンゾフェノン基、ビフ
ェニルトリフルオロプロパン基、シクロブチル基、シク
ロペンチル基などから誘導された基が挙げられるがこれ
らに限定されるものではない。
【００５３】Ｒ

2
は少なくとも２個の炭素原子を有する

２価の有機基を示す。耐熱性の面から、Ｒ
2
は環状炭化

水素、芳香族環または芳香族複素環を含有し、かつ炭素
数６から３０の２価の基が好ましい。Ｒ

2
の例として、

フェニル基、ビフェニル基、ターフェニル基、ナフタレ
ン基、ペリレン基、ジフェニルエーテル基、ジフェニル
スルフォン基、ジフェニルプロパン基、ベンゾフェノン
基、ビフェニルトリフルオロプロパン基、ジフェニルメ
タン基、シクロヘキシルメタン基などから誘導された基
が挙げられるがこれらに限定されるものではない。前記
一般式（１）で表される構造単位を主成分とするポリマ
ーはＲ

1
、Ｒ

2
がこれらのうち各々１個から構成されてい

ても良いし、各々２種以上から構成される共重合体であ
っても良い。
【００５４】本発明の液晶表示装置の構成を実施するた
めに、市販されている配向膜を用いてもよい。例えば、
日産化学社製のＳＥ－１３０、ＳＥ－１５０、ＳＥ－２
１１０、ＳＥ－４１０、ＳＥ－６１０、ＳＥ－１１８
０、ＳＥ－２１７０、ＳＥ－１２１１、ＳＥ－３１４
０、ＳＥ－３２１０、ＳＥ－３３１０、ＳＥ－３５１
０、ＳＥ－５２９１、ＳＥ－６２１０、ＳＥ－７４９
２、ＳＥ－７９９２、ＳＥ－７５１１Ｌ、ＳＥ－８１９
２Ｌ、ＲＮ－１３２２、ＲＮ－１３３２、ＲＮ－１３４
９、ＲＮ－１３５８、ＲＮ－１３８６、ＲＮ－１４１
７、ＲＮ－１４３６、ＲＮ－１４５０、ＲＮ－１４７７
や、チッソ社製のＰＩＡ－５１４０、ＰＩＡ－５１５
０、ＰＩＡ－５３１０、ＰＩＡ－Ｘ３２２、ＰＩＡ－２
０２４、ＰＩＡ－２７００、ＰＩＡ－２８００、ＰＩＡ
－２９００ジェイエスアール社製のＡＬ１０００、ＡＬ
１０６８、ＡＬ１０７２、ＡＬ１０７７、ＡＬ１Ｆ０
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０、ＡＬ３０００、ＡＬ４０００、ＡＬ５０００、ＡＬ
６０００、ＡＬ７０００、ＡＬ８０００、ＪＡＬＳ－１
４６、ＪＡＬＳ－２１２、ＪＡＬＳ－２４６、ＪＡＬＳ
－４０６、ＪＡＬＳ－４４５、ＪＡＬＳ－４６９、ＪＡ
ＬＳ－５５０、ＪＡＬＳ－５５２、ＪＡＬＳ－５５３、
ＪＡＬＳ－５５５、ＪＡＬＳ－５５６、ＪＡＬＳ－５６
６、ＪＡＬＳ－７２５、、ＪＡＬＳ－１０８２、ＪＡＬ
Ｓ－１０８５、ＪＡＬＳ－１２１６などを単独で用いて
も良いし、これらの内の２種以上を混合して用いても良
いし、また適宜他のポリマー成分を添加しても良いし、
これらの製品に含まれる樹脂成分を適宜選択して用いて
もよい。
【００５５】本発明の配向膜には、配向膜の抵抗値を調
節するために、配向膜中に導電性粒子を含んでもよい。
配向膜に添加する導電性粒子として、酸化インジウム、
酸化錫、酸化亜鉛、酸化カドニウム、酸化インジウム
錫、五酸化アンチモンドープ酸化錫、フッ素ドープ酸化
錫、リンドープ酸化錫、アルミニウムドープ酸化亜鉛、
ガリウムドープ酸化亜鉛、インジウムドープ酸化亜鉛、
カドニウムドープ酸化錫および亜鉛ドープカドニウム、
酸化錫ドープ酸化インジウム、五酸化アンチモン、アン
チモン酸亜鉛、酸化チタン、二酸化チタン、酸化アルミ
ニウム、酸化亜鉛、酸化ルテニウム、酸化レニウム、酸
化銀、酸化ニッケル、酸化銅、ニッケル、金などが挙げ
られるが、特にこれに限定されたものではなく、導電性
を有する粒子であれば使用することができる。またこれ
らの粒子のうちの一種または複数種を使用してもよい。
またアクリルなどの樹脂の表面に、これら金属を被覆し
て用いてもよい。このなかでも、少量の五酸化アンチモ
ンをドープした酸化錫（ＮＥＳＡ）および少量の酸化錫
を固溶させた酸化インジウム（ＩＴＯ）が安定した導電
性を示す点から好ましい。汎用性、経済性、入手性の観
点から、ＩＴＯがより好ましい。配向膜に添加する導電
性粒子の粒径としては、５～５０ｎｍであることが好ま
しく、さらには５～２０ｎｍか好ましく、最も５～１０
ｎｍが好ましい。
【００５６】配向膜に添加する導電性粒子としては無彩
色であるものが好ましい。導電性粒子を添加した配向膜
は、Ｃ光源またはＦ１０光源またはＤ６５光源における
該配向膜の透過光および／または反射光のＸＹＺ表色系
における色度座標（ｘ，ｙ）が、該光源の色度座標（ｘ
０、ｙ０）に対して、（ｘ－ｘ０）2＋（ｙ－ｙ０）2≦
０．０１が好ましい。この透過光、反射光の測色方法と
しては、顕微分光光度計で透過率、反射率を測定する方
法がある。これらのスペクトルからＣ光源またはＦ１０
光源における原刺激値Ｘ、Ｙ、Ｚを計算し、色度座標が
求められる。市販の顕微分光高度計、例えば大塚電子Ｍ
ＣＰＤ－２０００にはこれらの計算プログラムが組み込
まれている。
【００５７】配向膜に添加する導電性粒子としては透明

12
であることが好ましい。配向膜の透明性を向上させるた
めには、さらに配向膜を構成する樹脂成分と導電性粒子
との屈折率差を小さくすることが好ましい。加えて、配
向膜に添加する導電性粒子、金属アルコキシドにより配
向膜の屈折率を調節し、配向膜の反射率および透過率を
所望の値にすることができる。すなわち、配向膜と接触
する液晶や、液晶表示装置用基板との屈折率を考慮した
光学多層膜としての設計をすることができる。
【００５８】導電性粒子を配向膜中に添加する方法とし
ては、（ａ）粉体をそのまま樹脂溶液に添加する方法、
（ｂ）超微粒子を溶剤に分散した超微粒子ゾルを使用す
る方法があるが、分散安定化の点から（ｂ）が好まし
い。（ａ）においては分散安定化する目的で、分散溶剤
や分散剤の添加や粒子表面をシリカや有機膜で被覆して
もよい。配向膜樹脂内に分散させる濃度が高い場合に
は、特に有機膜で被覆し、配向膜溶液内で分散安定化さ
せ、導電性粒子が沈降しないようにすることができる。
【００５９】導電性粒子の分散溶剤としては、水、エタ
ノール、メタノール、イソブタノール、３－メチル－３
－メトキシブタノールなどのアルコール類、メチルエチ
ルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン
などのケトン類、ジエチルエーテル、イソプロピルエー
テル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリ
コールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチル
エーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテルなど
のエーテル類、酢酸エチル、酢酸ｎ－ブチル、エチレン
グリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレング
リコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリ
コールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリ
コールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリ
コールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリ
コールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリ
コールモノエチルエーテルアセテート、γ－ブチロラク
トン、Ｎ－メチルピロリドンなどのエステル類、Ｎ，Ｎ
－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミ
ドなどのアミド類、２－ピロリドンなどのピロリドン
類、ブチルセロソルブなどを使用することができる。ま
た配向膜溶液の保存安定性を鑑みると、導電性粒子の分
散溶剤は、配向膜に使用される溶剤と同一のもを含むこ
とが好ましい。
【００６０】また金属アルコキシドを用いて、配向膜の
抵抗値を調節してもよい。金属アルコキシドの添加も、
電気抵抗値を調節する方法として有効な手段であり、化
学的に導電性物質を分散させることができる。シリコン
系アルコキシド以外の金属アルコキシドは、水やアルコ
ールと酸性触媒との存在下で、加水分解物を生成し、縮
合反応により重合していくことが知られている。そのた
め、水や酸性触媒の存在する系では、塗液の保存安定性
が悪化する場合がある。しかしながら、β－ジケトンや
β－ケト酸エステル類と金属アルコキシド類の反応で生
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成する金属錯体は、加水分解および縮合反応を抑制する
ことができるため、保存安定性が向上することが可能と
なる。したがって、金属アルコキシドを添加する場合
は、使用する樹脂や溶剤により、金属アルコキシドを直
接添加する方法、あるいは、金属アルコキシドを金属錯
体に変換してから添加する方法のどちらかを選択するこ
とが重要である。β－ジケトン、β－ケト酸エステル類
の具体例としては、アセチルアセトン、ベンゾイルアセ
トン、ジベンゾイルメタン、メチルアセトアセテート、
エチルアセトアセテート、ベンゾイルアセトアセテー
ト、エチルベンゾイルアセテート、メチルベンゾイルア
セテートなどを使用することができる。
【００６１】本発明の金属アルコキシドとしては、Ｍｍ
（ＯＲ）ｎと表される。ここでｍ、ｎは１以上の正の整
数である。Ｍとしては特に限定されないが、Ｉｎ、Ｓ
ｎ、Ｚｎ、Ｃｄなどが好ましい。Ｒは炭化水素基または
ハロゲン化炭化水素基である。
【００６２】金属アルコキシドの具体例としては、Ｉｎ
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、などが好ましい。高導電性、汎

用性、入手性の点から、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｃｄなどを
用いた金属アルコキシドを用いた方が好ましい。少量の
五酸化アンチモンをドープした酸化錫（ＮＥＳＡ）およ
び少量の酸化錫を固溶させた酸化インジウム（ＩＴＯ）
とカドニウムドープ酸化錫のような複酸化物の作製方法
は、２種類の金属アルコキシドを所定の当量比になるよ
うに添加する方法で作製することができる。本発明で用
いられる、β－ジケトンやβ－ケト酸エステル類と金属
アルコキシド類の反応で生成する金属錯体の具体例とし
て、インジウムアセチルアセトネート、インジウムベン
ゾイルアセトネート、インジウムアセチルアセテート、
錫アセチルアセトネート、錫ベンゾイルアセトネート、
錫アセチルアセテート、亜鉛アセチルアセトネート、亜
鉛ベンゾイルアセトネート、亜鉛アセチルアセテート、
カドニウムアセチルアセトネート、カドニウムベンゾイ
ルアセトネート、カドニウムアセチルアセテートなどが
挙げられる。保存安定性などの問題が生じない場合に
は、金属アルコキシドのみを直接添加しても構わない。
金属アルコキシドを用いることで安定した電気特性を得
ることができる。
【００６３】本発明の配向膜において、前記の導電性粒
子の含有量は、該配向膜の樹脂組成物の樹脂成分１００
重量部に対し、好ましくは４００重量部以下である。か
かる導電性粒子の含有量がこれより大きいと、液晶の配
向特性が悪くなる恐れがでてくる。
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【００６４】本発明の配向膜の膜厚は、０．００１～２
μｍが好ましい。配向膜の膜厚が厚くなると、配向膜に
よる電圧損失分が大きくなり、液晶表示装置の駆動の点
から好ましくない。また配向膜の膜厚が０．００１μｍ
より薄くなると液晶を配向させる能力が著しく低下す
る。
【００６５】配向膜には、配向膜の塗布性を良好にする
ために、配向膜の樹脂組成物に界面活性剤を添加しても
よい。かかる界面活性剤の添加量は、樹脂１００重量部
に対して、好ましくは１０重量部以下、さらに好ましく
は１重量部以下である。
【００６６】かかる界面活性剤の具体例としては、ジメ
チルシリコーンオイル、メチルフェニルシリコーンオイ
ルなどのシリコーンオイル類、アルキル、フッ素変性シ
リコーンオイル、ポリエーテル、アルコール変性シリコ
ーンオイル、アミノ変性シリコーンオイル、エポキシ変
性シリコーンオイル、フェノール、カルボキシ、メルカ
プト変性シリコーンオイルなどの変性シリコーンオイル
類、ラウリル硫酸アンモニウム、ポリオキシエチレンア
ルキルエーテル硫酸トリエタノールアミンなどの陰イオ
ン界面活性剤、ラウリルトリメチルアンモニウムクロラ
イドなどの陽イオン界面活性剤、ラウリルジメチルアミ
ンオキサイド、ラウリルカルボキシメチルヒドロキシエ
チルイミダゾリウムベタインなどの両性界面活性剤、ポ
リオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレ
ンステアリルエーテル、ソルビタンモノステアレートな
どの非イオン界面活性剤などを使用することができる。
かかる界面活性剤は、１種または２種以上組み合わせて
用いることができる。かかる界面活性剤は、導電性粒子
あるいは金属アルコキシドの添加前後の、どの時点で添
加してもよい。
【００６７】配向膜の溶液に使用される溶剤としては、
水、エタノール、メタノール、イソブタノール、３－メ
チル－３－メトキシブタノールなどのアルコール類、メ
チルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘ
キサノンなどのケトン類、ジエチルエーテル、イソプロ
ピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチ
レングリコールジメチルエーテル、エチレングリコール
ジエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエー
テルなどのエーテル類、酢酸エチル、酢酸ｎ－ブチル、
３－メトキシ－３－メチルブチルアセテート、エチレン
グリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレング
リコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリ
コールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリ
コールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリ
コールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリ
コールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリ
コールモノエチルエーテルアセテート、γ－ブチロラク
トンなどのエステル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミ
ド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、２
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－ピロリドン、Ｎ－メチルピロリドンなどのピロリドン
類、ブチルセロソルブなどを使用することができる。
【００６８】本発明液晶表示装置用基板としては、カラ
ーフィルターを用いてもよい。
【００６９】カラーフィルターは、液晶表示装置の開口
部相当する箇所に画素を形成する３原色の着色層、必要
に応じてブラックマトリックスや額縁、透明保護膜、透
明導電膜を有する基板である。
【００７０】ブラックマトリックスや額縁は、クロムや
ニッケルなどの金属またはそれらの酸化物などで形成し
てもよいが、樹脂および遮光剤からなる樹脂ブラックマ
トリックス層を形成することが製造コストや廃棄物処理
コストの面から好ましい。また、樹脂ブラックマトリッ
クス層は、液晶表示装置の表示に問題のない遮光性能を
保ちつつ、その厚さを０．５μｍ～２．０μｍの範囲で
形成することができる。
【００７１】本発明の配向膜、液晶は、樹脂および遮光
剤からなる樹脂遮光層を用いたカラーフィルターを有す
る場合に、特に好適に用いられる。樹脂遮光層は、通常
金属またはそれらの酸化物で形成されたブラックマトリ
ックスや額縁にくらべて、抵抗値が高く、基板上の電荷
が蓄積しやすく、表示不良が発生しやすい。そこで、樹
脂遮光層によって形成された、ブラックマトリックスや
額縁を有する液晶表示装置に、本発明の液晶、液晶配向
膜を用いることが好ましい。
【００７２】樹脂遮光層に用いられる樹脂としては、特
に限定されないが、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、
ウレタン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリイミド系樹
脂、ポリオレフィン系樹脂、ゼラチンなどの感光性また
は非感光性の材料が好ましく用いられる。樹脂遮光層用
樹脂は、カラーフィルタの着色層や保護膜に用いられる
樹脂よりも高い耐熱性を有する樹脂が好ましく、また、
ブラックマトリクスや額縁形成後の工程で使用される有
機溶剤に耐性を持つ樹脂が好ましいことからポリイミド
系樹脂が特に好ましく用いられる。
【００７３】ポリイミド系樹脂としては、特に限定され
ないが、通常下記一般式（１）で表される構造単位を主
成分とするポリイミド前駆体（ｎ＝１～２）を、加熱も
しくは適当な触媒によってイミド化したものが好適に用
いられる。
【００７４】
【化２】

【００７５】また、ポリイミド系樹脂には、イミド結合
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の他に、アミド結合、スルホン結合、エーテル結合、カ
ルボニル結合などのイミド結合以外の結合が含まれてい
ても差支えない。
【００７６】上記一般式（１）中、Ｒ

1
 は少なくとも２

個以上の炭素原子を有する３価または４価の有機基であ
る。耐熱性の面から、Ｒ

1
 は環状炭化水素、芳香族環ま

たは芳香族複素環を含有し、かつ、炭素数６～３０の３
価または４価の基が好ましい。
【００７７】Ｒ

1
 の例として、フェニル基、ビフェニル

基、ターフェニル基、ナフタレン基、ペリレン基、ジフ
ェニルエーテル基、ジフェニルスルホン基、ジフェニル
プロパン基、ベンゾフェノン基、ビフェニルトリフルオ
ロプロパン基、シクロブチル基、シクロペンチル基など
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００７８】Ｒ

2
 は少なくとも２個以上の炭素原子を有

する２価の有機基であるが、耐熱性の面から、Ｒ
2
 は環

状炭化水素、芳香族環または芳香族複素環を含有し、か
つ炭素数６～３０の２価の基が好ましい。Ｒ

2
 の例とし

て、フェニル基、ビフェニル基、ターフェニル基、ナフ
タレン基、ペリレン基、ジフェニルエーテル基、ジフェ
ニルスルホン基、ジフェニルプロパン基、ベンゾフェノ
ン基、ビフェニルトリフルオロプロパン基、ジフェニル
メタン基、ジシクロヘキシルメタン基などが挙げられる
が、これらに限定されない。構造単位（１）を主成分と
するポリマは、Ｒ

1
 、Ｒ

2
 がこれらのうち各々１種から

構成されていてもよいし、各々２種以上から構成される
共重合体であってもよい。さらに、基板との接着性を向
上させるために、耐熱性を低下させない範囲でジアミン
成分として、シロキサン構造を有するビス（３－アミノ
プロピル）テトラメチルジシロキサンなどを共重合する
のが好ましい。
【００７９】構造単位（１）を主成分とするポリマーの
具体的な例として、ピロメリット酸二無水物、３、３
´，４、４´－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水
物、３、３´，４、４´－ビフェニルトリフルオロプロ
パンテトラカルボン酸二無水物、３、３´，４、４´－
ビフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、３、３
´，４、４´－ジフェニルエーテルテトラカルボン酸二
無水物、２，３，５，－トリカルボキシシクロペンチル
酢酸二無水物などからなる群から選ばれた１種以上のカ
ルボン酸二無水物と、パラフェニレンジアミン、３、３
´－ジアミノジフェニルエーテル、４、４´－ジアミノ
ジフェニルエーテル、３、４´ジアミノジフェニルエー
テル、３、３´－ジアミノジフェニルスルホン、４、４
´－ジアミノジフェニルスルホン、４、４´－ジアミノ
ジシクロヘキシルメタン、４、４´－ジアミノジフェニ
メタンなどの群から選ばれた１種以上のジアミンから合
成されたポリイミド前駆体が挙げられるが、これらに限
定されない。これらのポリイミド前駆体は公知の方法す
なわち、テトラカルボン酸二無水物とジアミンを選択的
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に組み合わせ、溶媒中で反応させることにより合成され
る。
【００８０】樹脂遮光層用の遮光剤としては、カーボン
ブラック、酸化チタン、酸化窒化チタン、四酸化鉄など
の金属酸化物粉、金属硫化物粉、金属粉、顔料やこれら
の混合物などを用いることができる。この中でも、特に
カーボンブラックや酸化窒化チタンは遮光性が優れてお
り、特に好ましい。分散のよい粒径の小さいカーボンブ
ラックは主として茶系統の色調を呈するので、カーボン
ブラックに対する補色の顔料を混合させて無彩色にする
のが好ましい。
【００８１】酸化窒化チタン、酸化チタンは、カーボン
ブラックに比べて体積抵抗値が高い。ブラックマトリッ
クスや額縁の抵抗値が高くなると、配向膜に電荷が漏洩
しにくくなり、焼き付きの原因になりやすい。従って、
本発明の液晶、配向膜は、特に樹脂遮光層用の遮光剤に
酸化窒化チタンや酸化チタンを用いたカラーフィルター
を有する液晶表示装置に特に好適に用いられる。
【００８２】本発明で使用される酸化窒化チタン、酸化
チタンは以下の方法で製造されるが、特にこれらに限定
されるものではない。
(1) 二酸化チタンと金属チタンの混合体を還元雰囲気で
加熱し還元させる方法（特開昭４９－５４３２号公
報）。
(2) 四塩化チタンの高温加水分解で得られた超微細二酸
化チタンを水素を含む還元雰囲気中で還元する方法（特
開昭５７－２０５３２２号公報）。
(3) 二酸化チタンまたは水酸化チタンをアンモニア存在
下で高温還元する方法（特開昭６０－６５０６９号公
報、特開昭６１－２０１６１０号公報）。
(4) 二酸化チタンまたは水酸化チタンにバナジウム化合
物を付着させ、アンモニア存在下で高温還元する方法
（特開昭６１－２０１６１０号公報）。
【００８３】樹脂ブラックマトリクスに用いられる樹脂
としては、特に限定されないが、エポキシ系樹脂、アク
リル系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポ
リイミド系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ゼラチンなど
の感光性または非感光性の材料が好ましく用いられる。
ブラックマトリクス用樹脂は、カラーフィルタの着色層
や保護膜に用いられる樹脂よりも高い耐熱性を有する樹
脂が好ましく、また、ブラックマトリクス形成後の工程
で使用される有機溶剤に耐性を持つ樹脂が好ましいこと
からポリイミド系樹脂が特に好ましく用いられる。
【００８４】またブラックマトリックスや額縁は画素を
構成する着色層を積み重ねることで作製しても良い。着
色層を重ねた部分が遮光性を持つことになるから、黒色
遮光膜の必要性が比較的高くない液晶パネル体、特にノ
ーマリーブラック方式の液晶パネル体や、特に反射型液
晶表示装置や反射透過型液晶表示装置には好適である。
画素を構成する着色層の内２色を積み重ねることでブラ
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ックマトリックスや額縁を作製しても良いし、着色層の
内３色を積み重ねて作製しても良い。
【００８５】画素を構成する着色層は、カーボンブラッ
クを分散した樹脂遮光層に比べて抵抗値が高い。したが
って、本発明の液晶、配向膜は、特に額縁またはブラッ
クマトリックスに着色層を用いたカラーフィルターを有
する液晶表示装置に特に好適に用いられる。
【００８６】本発明の液晶表示装置を構成する基板につ
いて、カラーフィルタ基板について以下にさらに詳細に
説明する。
【００８７】カラーフィルタは、液晶表示装置の開口部
相当する箇所に画素を形成する３原色の着色層および透
明導電膜、必要に応じてブラックマトリックスや額縁、
透明保護膜を有する基板である。
【００８８】画素を構成する着色層は一般に有機膜から
なり、樹脂成分としてはポリイミド系樹脂、アクリル系
樹脂、エポキシ系樹脂などが好適に用いられる。これら
の樹脂に顔料や染料といった着色剤を用いて画素を構成
する。顔料や染料は３原色を表すために適当なものを組
み合わせて使用することができる。使用できる色素とし
ては、赤、橙、黄、緑、青、紫などの顔料や染料が挙げ
られる。
【００８９】画素を形成する着色層は、３原色の、赤
（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）が選ばれる。一般には、こ
れらの３原色を含んだ要素を１単位としてカラー表示の
絵素とすることができる。着色層には、着色剤により着
色された樹脂が用いられる。
【００９０】着色層に用いられる着色剤としては、有機
顔料、無機顔料、染料等を好適に用いることができ、さ
らには、紫外線吸収剤、分散剤などの種々の添加剤を添
加してもよい。分散剤としては界面活性剤、顔料の中間
体、染料の中間体、高分子分散剤などの広範囲のものが
使用される。また、塗布性やレベリング性向上のために
種々の添加剤を加えても良い。
【００９１】顔料の具体的な例としては、
ピグメントレッド（ＰＲ－）２、３、９、２２、３８、
８１、９７、１２２、１２３、１４４、１４６、１４
９、１６６、１６８、１６９、１７７、１７９、１８
０、１９０、１９２、２０６、２０７、２０９、２１
５、２１６、２２４、２４２、２５４、２６６、
ピグメントグリーン（ＰＧ－）７、１０、３６、３７、
３８、４７、
ピグメントブルー（ＰＢ－）１５（１５：１、１５：
２、１５：３、１５：４、１５：６）、１６、１７、２
１、２２、６０、６４、
ピグメントイエロー（ＰＹ－）１２、１３、１４、１
７、２０、２４、８３、８６、９３、９４、９５、１０
９、１１０、１１７、１２５、１２９、１３７、１３
８、１３９、１４７、１４８、１５０、１５３、１５
４、１５５、１６６、１７３、１８０、１８５、
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ピグメントバイオレット（ＰＶ－）１９、２３、２９、
３０、３２、３３、３６、３７、３８、４０、５０、
ピグメントオレンジ（ＰＯ－）５、１３、１７、３１、
３６、３８、４０、４２、４３、５１、５５、５９、６
１、６４、６５、７１、
などが挙げられる。これらの顔料は１種類のみで使用し
ても良く、２種類以上で組み合わせて使用しても良い。
【００９２】上記顔料は必要に応じて、ロジン処理、酸
性基処理、塩基性処理、顔料誘導体処理などの表面処理
がされてもよい。なお、ＰＲ（ピグメントレッド）、Ｐ
Ｇ（ピグメントグリーン）、ＰＢ（ピグメントブルー）
等は、カラーインデックス（Ｃ．Ｉ．；The Society of
 Dyers and Colourrists社発行）の記号であり、正式に
は頭にＣ．Ｉ．を付するもの（例えば、Ｃ．Ｉ．ＰＲ２
５４など）である。これは染料や染色の標準を規定した
ものであり、それぞれの記号は特定の標準となる染料と
その色を指定するものでもある。なお、以下の本発明の
説明においては前記Ｃ．Ｉ．の表記は省略（例えば、
Ｃ．Ｉ．ＰＲ２５４ならば、ＰＲ２５４）する。
【００９３】また、透明電極は、通常、インジウム・錫
酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化スズなど、およびそ
の合金が使用されるが、これらを鑑みるとなかでもＩＴ
Ｏが好ましい。透明電極は、液晶を駆動させるために必
要なものであるが、横電界駆動の表示方式（ＩＰＳモー
ド）の液晶表示装置では、駆動用の透明電極はカラーフ
ィルターの配向膜に接する面の側には必要でないため、
透明電極を設けないカラーフィルターが使用される。透
明電極は、ディッピング法、化学気相成長、真空蒸着
法、スパッタリング法、イオンプレーティング法などの
方法を経て作製されるが、均一性の高い電極を得るため
には、スパッタリング法が好ましい。なかでも高い成膜
レートが得られるＤＣマグネトロンスパッタがさらに好
ましいが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００９４】透明導電膜と着色層の間には透明保護膜を
設けてもよい。
【００９５】透明保護膜としては、エポキシ系樹脂、ア
クリル系樹脂、ポリイミド系樹脂を適宜用いることがで
きる。透明保護膜の屈折率は透光性の対向電極と異なっ
ていれば、特に限定されるものではない。
【００９６】垂直配向モードの液晶表示装置では、必要
に応じてカラーフィルター基板上に配向分割用突起を形
成する場合がある。配向分割用突起はＩＴＯを形成した
後に樹脂膜を用いてパターニングすることが好ましい。
ＩＴＯを形成した後に配向分割用突起を形成し、続いて
配向膜を形成するのが好ましい。
【００９７】液晶表示装置の液晶層の厚み（セルギャッ
プ）は、スペーサーを用いて保持される。スペーサ、球
形のポリマビーズを基板間に分散して基板間隔を保持す
る方法を用いても良いし、液晶表示装置を構成する少な
くとも一方の液晶表示装置用基板上にフォトリソグラフ
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ィなどを用いて柱状物を形成することで基板を基板間間
隔を保持する方法を用いても良い。配向膜の形成は、柱
状物を形成した後に行っても良いし、柱状物を形成する
前に行っても良い。
【００９８】アクティブ素子を備えた基板の具体例とし
て、薄膜トランジスタ素子を備えた基板の製造方法の一
例を以下に示す。
【００９９】無アルカリガラス基板上にスパッタリング
によりクロム薄膜を形成し、フォトリソグラフィーにて
ゲート電極をパターニングする。次に、プラズマＣＶＤ
により、絶縁膜として窒化珪素膜、アモルファスシリコ
ン膜およびエッチングストッパとして窒化珪素膜を連続
形成する。次に、フォトリソグラフィーにてエッチング
ストッパの窒化珪素膜をパターニングする。ＴＦＴ端子
が金属電極とオーミックコンタクトをとるためのｎ＋ア
モルファスシリコン膜の成膜とパターニングをした。こ
のとき同時にチャンネル層のアモルファスシリコン膜も
パターニングした。さらに、表示電極となるＩＴＯ膜を
成膜しパターニングする。さらに配線材料としてアルミ
ニウムをスパッタリングにより膜付けし、フォトリソグ
ラフィーにて信号配線およびＴＦＴの金属電極を作製す
る。ドレイン電極とソース電極をマスクとしてチャンネ
ル部のｎ＋アモルファスシリコン膜をエッチング除去
し、ＴＦＴ素子備えた電極基板を得る。反射型の液晶表
示素子の場合は、表示電極をアルミニウムや銀などの反
射率の高い材料とする。
【０１００】次に液晶表示装置について説明する。着色
層とブラックマトリックス層を形成した液晶表示装置用
基板（カラーフィルタ）と対向する液晶表示装置用基板
とを貼り合わせて作製する。カラーフィルターと対向す
る液晶表示装置用基板上には、補助容量、画素電極以外
に、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）素子やおよびゲート電
極、信号線などを設ける。一対の液晶表示装置用基板上
には配向膜が設けられ、ラビングなどによる配向処理が
施される。配向処理後にシール剤を用いてカラーフィル
タおよび対向基板を貼り合わせ、シール部に設けられた
注入口から液晶を注入した後に、注入口を封止する。偏
光板を基板の外側に貼り合わせ後にＩＣドライバーなど
を実装することにより液晶表示装置が完成する。
【０１０１】本発明の液晶表示装置は、ノートＰＣ、モ
ニター、ＴＶ、プロジェクター用のライトバルブや小型
のビューファインダー、携帯電話、携帯情報端末などに
用いられる。
【０１０２】
【実施例】以下、実施例によって本発明を具体的に説明
するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【０１０３】実施例１
横電界（ＩＰＳ）方式の液晶表示装置において実施し
た。
[液晶表示装置の作製]基板として厚みが０．７ｍｍで表
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面を研磨した透明なガラス基板（２）を２枚用いる。
（アクティブ素子および画素電極を有する基板の作製）
２枚のガラス基板のうち一方の基板の上に薄膜トランジ
スタ、画素電極（５）等を形成しアクティブ駆動用の液
晶表示装置用基板とした。本ＴＦＴアレイの構造は横電
界（ＩＰＳ）方式の構造をしており、スリット状のコモ
ン電極（共通電極とも呼ぶ）（１２）と画素電極（５）
を開口部領域に形成している。この電極を用いてコモン
電極－画素電極間でガラス基板に対し平行に電圧をかけ
ることができる。
（カラーフィルター基板の作製）アクティブ駆動用の液
晶表示装置用基板と対向する基板上には、カラーフィル
タを形成した。
＜樹脂ブラックマトリクスの作成＞温度計、乾燥窒素導
入口、温水・冷却水による加熱・冷却装置、および、攪
拌装置を付した２０Ｌの反応釜に、γ－ブチロラクトン
  １６６４４．１ｇ、４，４’－ジアミノジフェニルエ
ーテル  ６００．７ｇ、３，３’－ジアミノジフェニル
スルホン  ６７０．２ｇ、ビス－３－（アミノプロピ
ル）テトラメチルシロキサン  ７４．６ｇを投入し、釜
を３０℃に加熱した。３０分後、３，３’，４，４’－
ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物  ６４４．４
ｇ、ピロメリット酸二無水物  ６４１．３ｇ、３，
３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物
  ２９４．２ｇを投入し、釜を５８℃に加熱した。３時
間後、無水マレイン酸  １１．８ｇを添加し、５８℃で
さらに１時間加熱することにより、ポリアミック酸のＮ
ＭＰ溶液（Ｂ１）を得た。
【０１０４】カーボンブラック  ４．６ｇ、ポリアミッ
ク酸溶液（Ｂ１）  ２４．０ｇ、Ｎ－メチルピロリドン
  ６１．４ｇをガラスビーズ  ９０ｇとともにホモジナ
イザーを用い、７０００ｒｐｍで３０分間分散処理後、
ガラスビーズを濾過により除去し、カーボンブラックミ
ルベースを得た。
【０１０５】また、ピグメントブルー１５：６  ２．２
ｇ、ポリアミック酸溶液（Ａ１）２４．０ｇ、Ｎ－メチ
ルピロリドン  ６３．８ｇをガラスビーズ  ９０ｇとと
もにホモジナイザーを用い、７０００ｒｐｍで３０分間
分散処理後、ガラスビーズを濾過により除去し、青顔料
ミルベースを得た。
【０１０６】得られた両ミルベースを全量混合すること
により、樹脂ブラックマトリクス用ペーストを得た。
【０１０７】樹脂ブラックマトリクス用ぺーストをガラ
ス基板上にスピンコートし、５０℃で１０分間、９０℃
で１０分間、１１０℃で２０分間オーブンを用いて空気
中で加熱乾燥して、膜厚１．１μｍのポリイミド前駆体
着色膜を得た。この膜上にポジ型フォトレジスト（東京
応化社製ＯＦＰＲ－８００）を塗布し、８０℃で２０分
間加熱乾燥して膜厚１μｍのレジスト膜を得た。キャノ
ン社製紫外線露光機ＰＬＡ－５０１Ｆを用い、クロム製
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のフォトマスクを介して、波長３６５ｎｍでの強度が５
０ｍＪ／ｃｍ2 の紫外線を照射した。露光後、テトラメ
チルアンモニウムハイドロオキサイドの２．３８ｗｔ％
の水溶液からなる現像液に浸漬し、フォトレジストおよ
びポリイミド前駆体着色被膜の現像を同時に行った。エ
ッチング後、不要となったフォトレジスト層をメチルセ
ロソルブアセテートで剥離した。さらにこのようにして
得られたポリイミド前駆体着色被膜を窒素雰囲気中で３
００℃で３０分間熱処理し、格子状の画素部とそれらを
囲む額縁部からなる膜厚０．９μｍのポリイミド着色パ
ターン被膜を得た。
＜着色層および透明保護膜の形成＞赤、緑、青の顔料と
して、それぞれ、ピグメントレッド１７７、ピグメント
グリーン３６、ピグメントブルー１５：６を用意し、ポ
リアミック酸溶液（Ｐ１）と混合分散し、赤、青、緑の
３種類の着色ペーストを得た。
【０１０８】得られた赤ペーストを樹脂ブラックマトリ
クス基板上にスピンコートし、５０℃で１０分間、９０
℃で１０分間、１１０℃で２０分間オーブンを用いて空
気中で加熱乾燥して、膜厚１．２μｍのポリイミド前駆
体着色膜を得た。この膜上にポジ型フォトレジスト（東
京応化社製ＯＦＰＲ－８００）を塗布し、８０℃で２０
分間加熱乾燥して、膜厚１．１μｍのレジスト膜を得
た。キャノン社製紫外線露光機ＰＬＡ－５０１Ｆを用
い、クロム製のフォトマスクを介して、波長３６５ｎｍ
での強度が５０ｍＪ／ｃｍ2の紫外線を照射した。露光
後、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドの
２．３８ｗｔ％の水溶液からなる現像液に浸漬し、フォ
トレジストおよびポリイミド前駆体着色被膜の現像を同
時に行った。エッチング後、不要となったフォトレジス
ト層をメチルセロソルブアセテートで剥離した。さら
に、このようにして得られたポリイミド前駆体着色被膜
を窒素雰囲気中で３００℃で３０分間熱処理し、膜厚
１．０μｍのポリイミド赤色パターン被膜を得た。
【０１０９】その後、同様にして、緑ペースト、青ペー
ストのパターンを形成し、赤、緑、青の３原色を有する
カラーフィルターを得た。
【０１１０】得られたカラーフィルターにアクリル系樹
脂溶液をスピンコートし、１００℃で５分、２６０℃で
３０分加熱することにより、厚さ１．０μｍのカラーフ
ィルター用透明保護膜としカラーフィルターを得た。透
明保護膜上に透明導電膜は形成しなかった。
（配向処理・液晶表示装置作成）カラーフィルター基板
およびアクティブ駆動用の液晶表示装置用基板の上の最
表面に配向膜（６，１３）を印刷し、乾燥し、焼成し
た。
【０１１１】本実施例では配向膜の樹脂成分として２，
２－ビス[４－（ｐ－アミノフェノキノン）フェニルプ
ロパン]とピロメリット酸２無水物を主成分とするポリ
イミドを採用した。
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【０１１２】該ポリイミドに必要に応じて金属粒子の酸
化インジウム錫の種類、濃度を変えて、配向膜の抵抗値
を変えた。配向膜に添加した酸化インジウム錫の粒径は
５～２０ｎｍのものを選択した。添加した金属粒子には
必要に応じて表面処理を施した。各配向膜を液晶表示装
置用基板上に印刷、その後を液晶を配向させるためのラ
ビング処理を配向膜に施した。
【０１１３】液晶（７）は市販されているフッ素系のネ
マチック液晶などを用いた。
【０１１４】上下界面上のラビング方向は互いにほぼ平
行で、かつ印加電界方向とのなす角度を７５°とした。
これらの基板間に誘電率異方性Δεが正でその値が７．
１であるネマチック液晶組成物を挟んだ。
【０１１５】セルギャップは球形のポリマビーズ（８）
を基板間に分散して挾持し、液晶封入状態で４．０μｍ
とした。２枚の偏光板〔日東電工社製Ｇ１２２０ＤＵ〕
（１）でパネルを挾み、一方の偏光板の偏光透過軸をラ
ビング方向に設定し、他方をそれに直交、即ち印加電界
方向とのなす角度１５°とした。本実施例では低電圧
（電圧オフ）で暗状態、高電圧（電圧オン）で明状態を
とるノーマリブラック特性を採用した。
【０１１６】液晶の体積抵抗は７.００×１０14Ω・ｃ
ｍであった。このようにして図１に示すようなアクティ
ブ駆動型液晶表示装置を得た。 *
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*[焼き付き官能評価]得られた液晶表示装置を用いて焼き
付きの官能評価をおこなった。各水準の液晶表示装置を
それぞれ１０台用意し、１０人の観察者が交互に表示を
みて採点する方式をとった。焼き付きなしを１点、焼き
付きの程度が悪くなるにつれ点を高くし、酷い焼き付き
を５点とした。１０人の観察者の平均点を各水準の焼き
付きを表す点数とした。平均点３点以上が製品としての
ＯＫレベルの焼き付きである。すなわち、表示品位焼き
付きレベルが、１点～３点の間ならば製品としてＯＫレ
ベルである。  焼き付きは画面に白黒チェッカーフラッ
グを連続１時間表示した後、中間調表示に変更し、焼き
付きを上記方法で採点した。
【０１１７】採点した結果を表１に示す。ここで表中の
例えば１．５０Ｅ＋１５とは、１．５０×１０15Ω・ｃ
ｍの意である。液晶の体積抵抗値をＲlc、アクティブ素
子および画素電極を有している基板上の配向膜の体積抵
抗値をＲal1、対向する基板上の配向膜の体積抵抗値を
Ｒal2としたとき、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満
たす水準２～水準１０において焼き付きがＯＫレベルで
あった。なかでも水準３～水準１０が表示品位が良好で
あった。
【０１１８】
【表１】

【０１１９】実施例２
実施例１と同様にＩＰＳ方式の液晶表示装置を作製し
た。ただし、使用する液晶をシアノ系液晶を含む混合液
晶を用いた。液晶の抵抗値を測定したところ５.００×
１０13Ω・ｃｍであった。採点した結果を表２に示す。

０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準１３～水準
２１において焼き付きがＯＫレベルであった。なかでも
水準１４～水準２１が表示品位が良好であった。
【０１２０】
【表２】

【０１２１】実施例３ 実施例１と２と同様にＩＰＳ方式の液晶表示装置を作製
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した。金属粒子として酸化インジウム、酸化錫、カドニ
ウムドープ酸化錫、酸化チタン、二酸化チタン、酸化亜
鉛、およびそれらの混合物をそれぞれ配向膜中に分散さ
せ、それぞれ抵抗値を表１、２の抵抗値に一致するよう
に調合した。配向膜に添加した金属粒子の粒径は５～２
０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要に応じて表
面処理を施した。それぞれの抵抗値での焼き付き官能評
価結果は表１、表２の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧
Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベルであ
った。
【０１２２】実施例４
実施例１と２と同様にＩＰＳ方式の液晶表示装置を作製
した。ただし、配向膜材料中に金属アルコキシドを含む
ものを用いた。金属アルコキシドとしては、Ｉｎ（ＯＣ
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をそれぞれ配向膜樹脂組成中に持つも

のを用い、それぞれ抵抗値を表１、表２の抵抗値に一致
するように調合した。それぞれの抵抗値での焼き付き官
能評価結果は表１、表２の結果に一致し、０．９８×Ｒ
lc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベル
であった。
【０１２３】実施例５
実施例１～４のカラーフィルターの作製において、透明
保護膜の形成後、感光性アクリル樹脂を用いて該基板上
に高さが４μｍ、面積１００μｍの柱状物（１４）を周
期的に形成し、セルギャップ保持用のスペーサとした。
さらにその上の最表面に配向膜を印刷し、乾燥し、焼成
した。張り合わせの際には球形のポリマビーズを用いな
かった。実施例１～４と同様に図２に示すようなＩＰＳ
方式の液晶表示装置を作成し、焼き付き官能評価を行っ
た。それぞれの抵抗値での焼き付き官能評価は表１、表
２の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満
たす水準で表示品位がＯＫレベルであった。
【０１２４】実施例６
ツイステッドネマチック（ＴＮ）方式の液晶表示装置に
おいて実施した。
[液晶表示装置の作製]基板として厚みが０．７ｍｍの透
明なガラス基板（２）を２枚用いる。
（アクティブ素子および画素電極を有する基板の作製）
２枚のガラス基板のうち一方の基板の上に薄膜トランジ
スタ、画素電極（５）等を形成しアクティブ駆動用の液
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晶表示装置用基板とした。本ＴＦＴアレイの構造はＴＮ
方式の構造をしており、カラーフィルター側のコモン電
極を用いることでガラス基板に対し垂直に電圧をかける
ことができる。
（カラーフィルター基板の作製）実施例１と同様に作製
した。ただし、透明保護膜（１１）を形成した後、スパ
ッタリング法により透明導電膜としてＩＴＯ膜（１５）
を形成した。カラーフィルター上のＩＴＯ膜がコモン電
極としての役割をになう。
（配向処理・液晶表示装置作成）カラーフィルター基板
およびアクティブ駆動用の液晶表示装置用基板の上の最
表面に配向膜（６，１３）を印刷し、乾燥し、焼成し
た。
【０１２５】本実施例では配向膜の樹脂成分としてポリ
イミド系配向膜を採用した。
【０１２６】該配向膜に必要に応じて金属粒子の酸化イ
ンジウム錫の種類、濃度を変えて、配向膜の抵抗値を変
えた。配向膜に添加した酸化インジウム錫の粒径は５～
２０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要に応じて
表面処理を施した。各配向膜を液晶表示装置用基板上に
印刷、その後を液晶を配向させるためのラビング処理を
配向膜に施した。
【０１２７】液晶（７）は市販されているネマチック液
晶などを用いた。
【０１２８】上下界面上のラビング方向は互いにほぼ垂
直で、かつ印加電界方向とのなす角度を平行となる。こ
れらの基板間に誘電率異方性Δεが正のネマチック液晶
組成物を挟んだ。
【０１２９】セルギャップは球形のポリマビーズ（８）
を基板間に分散して挾持し、液晶封入状態で４．５μｍ
とした。２枚の偏光板（１）〔日東電工社製Ｇ１２２０
ＤＵ〕でパネルを挾み、一方の偏光板の偏光透過軸をラ
ビング方向に設定し、他方をそれに直交とした。本実施
例では低電圧（電圧オフ）で明状態、高電圧（電圧オ
ン）で暗状態をとるノーマリホワイト特性を採用した。
【０１３０】液晶の体積抵抗は３．４２×１０14Ω・ｃ
ｍであった。このようにしてアクティブ駆動型液晶表示
装置を得た。
[焼き付き官能評価]焼き付きの官能評価は実施例１と同
様におこなった。
【０１３１】採点した結果を表３に示す。０．９８×Ｒ
lc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準２３～水準３１において
焼き付きがＯＫレベルであった。なかでも水準２４～水
準３１が表示品位が良好であった。
【０１３２】
【表３】
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【０１３３】実施例７
実施例６と同様にＴＮ方式の液晶表示装置を作製した。
但し使用する液晶を変更した。また配向膜も変更した。
液晶の抵抗値を測定したところ、５．１２×１０13Ω・
ｃｍであった。採点した結果を表４に示す。０．９８×
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Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準３４～水準４２におい
て焼き付きがＯＫレベルであった。なかでも水準３５～
水準４２が表示品位が良好であった。
【０１３４】
【表４】

【０１３５】実施例８
実施例６と７と同様にＴＮ方式の液晶表示装置を作製し
た。金属粒子として酸化インジウム、酸化錫、カドニウ
ムドープ酸化錫、酸化チタン、二酸化チタン、酸化亜
鉛、およびそれらの混合物をそれぞれ配向膜中に分散さ
せ、それぞれ抵抗値を表３、４の抵抗値に一致するよう
に調合した。配向膜に添加した金属粒子の粒径は５～２
０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要に応じて表
面処理を施した。それぞれの抵抗値での焼き付き官能評
価結果は表３、表４の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧
Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベルであ
った。
【０１３６】実施例９
実施例６と７と同様にＴＮ方式の液晶表示装置を作製し
た。ただし、配向膜材料中に金属アルコキシドを含むも
のを用いた。金属アルコキシドとしては、Ｉｎ（ＯＣＨ
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をそれぞれ配向膜樹脂組成中に持つものを用

い、それぞれ抵抗値を表３、表４の抵抗値に一致するよ
うに調合した。それぞれの抵抗値での焼き付き官能評価

結果は表３、表４の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒ
al1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベルであっ
た。
【０１３７】実施例１０
実施例６～９のカラーフィルターの作製において、透明
保護膜および透明導電膜の形成後、感光性アクリル樹脂
を用いて該基板上に高さが４μｍ、面積１００μｍの柱
状物（１４）を周期的に形成し、セルギャップ保持用の
スペーサとした。さらにその上の最表面に配向膜を印刷
し、乾燥し、焼成した。張り合わせの際には球形のポリ
マビーズを用いなかった。実施例６～９と同様にＴＮ方
式の液晶表示装置を作成し、焼き付き官能評価を行っ
た。それぞれの抵抗値での焼き付き官能評価は表３、表
４の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満
たす水準で表示品位がＯＫレベルであった。
【０１３８】実施例１１
垂直配向方式の液晶表示装置において実施した。
[液晶表示装置の作製]基板として厚みが０．７ｍｍ  の
透明なガラス基板（１）を２枚用いる。
（アクティブ素子および画素電極を有する基板の作製）
２枚のガラス基板のうち一方の基板の上に薄膜トランジ
スタ、画素電極（５）等を形成しアクティブ駆動用の液
晶表示装置用基板とした。構造は垂直配向方式の構造の
電極をしている。画素電極がジグザグ状になっている。
カラーフィルター側のコモン電極（１５）との間でガラ
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ス基板に対しほぼ垂直に電圧をかけることができる。ジ
グザク状電極の形状と分割配向用の突起によって、液晶
表示装置に電圧をかけた際の液晶分子のダイレクターの
方向が制御できる。
（カラーフィルター基板の作製）クロム系金属を用いて
ブラックマトリックスを形成後、実施例１と同様に画素
を形成した。画素を形成した後、透明導電膜（１５）と
してＩＴＯを成膜した。次に感光性樹脂を用いて、分割
配向用の突起（１６）を形成した。
（配向処理・液晶表示装置作成）分割配向用の突起のつ
いたカラーフィルター基板およびアクティブ駆動用の液
晶表示装置用基板の上の最表面に配向膜を印刷し、乾燥
し、焼成した。
【０１３９】本実施例では配向膜の樹脂成分としてポリ
イミド系の垂直配向膜を採用した。
【０１４０】該配向膜に必要に応じて金属粒子の酸化イ
ンジウム錫の種類、濃度を変えて、配向膜の抵抗値を変
えた。配向膜に添加した酸化インジウム錫の粒径は５～
２０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要に応じて
表面処理を施した。各配向膜を液晶表示装置用基板上に
印刷した。ラビング処理は施さなかった。
【０１４１】液晶（７）は市販されている負の誘電異方*

30
*性をもつネマチック液晶等を用いた。
【０１４２】液晶は基板の表面形状に沿ってほぼ垂直に
配向している。配向分割ようの突起が形成された部分
は、その突起の形状に沿ってほぼ垂直に配向する。
【０１４３】セルギャップは球形のポリマビーズ（８）
を基板間に分散して挾持し、液晶封入状態で４．５μｍ
とした。２枚の偏光板〔日東電工社製Ｇ１２２０ＤＵ〕
でパネルを挾み、一方の偏光板と他方とがなす角を直交
とした。本実施例では低電圧（電圧オフ）で暗状態、高
電圧（電圧オン）で明状態をとるノーマリブラック特性
を採用した。
【０１４４】液晶の体積抵抗は７.６３×１０13Ω・ｃ
ｍであった。このようにして図５に示すようなアクティ
ブ駆動型液晶表示装置を得た。
[焼き付き官能評価]焼き付きの官能評価は実施例１と同
様におこなった。
【０１４５】採点した結果を表５に示す。０．９８×Ｒ
lc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準４４～水準５２において
焼き付きがＯＫレベルであった。なかでも水準４５～水
準５２が表示品位が良好であった。
【０１４６】
【表５】

【０１４７】実施例１２
実施例１１と同様に垂直配向方式の液晶表示装置を作製
した。ただし、使用する液晶に添加物を加えた。液晶の
抵抗値を測定したところ１.３０×１０13Ω・ｃｍであ
った。採点した結果を表６に示す。０．９８×Ｒlc≧Ｒ

al1≧Ｒal2を満たす水準５５～水準６３において焼き付
きがＯＫレベルであった。なかでも水準５６～水準６３
が表示品位が良好であった。
【０１４８】
【表６】

【０１４９】実施例１３
実施例１１と１２と同様に垂直配向方式の液晶表示装置
を作製した。金属粒子として酸化インジウム、酸化錫、
カドニウムドープ酸化錫、酸化チタン、二酸化チタン、

酸化亜鉛、およびそれらの混合物をそれぞれ配向膜中に
分散させ、それぞれ抵抗値を表５、６の抵抗値に一致す
るように調合した。配向膜に添加した金属粒子の粒径は
５～２０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要に応
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じて表面処理を施した。それぞれの抵抗値での焼き付き
官能評価結果は表５、表６の結果に一致し、０．９８×
Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベ
ルであった。
【０１５０】実施例１４
実施例１１と１２と同様に垂直配向方式の液晶表示装置
を作製した。ただし、配向膜材料中に金属アルコキシド
を含むものを用いた。金属アルコキシドとしては、Ｉｎ
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をそれぞれ配向膜樹脂組成中に持

つものを用い、それぞれ抵抗値を表１、表２の抵抗値に
一致するように調合した。それぞれの抵抗値での焼き付
き官能評価結果は表５、表６の結果に一致し、０．９８
×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレ
ベルであった。
【０１５１】実施例１５
実施例１１～１４のカラーフィルターの作製において、
配向分割用突起の形成後、感光性樹脂を用いて該基板上
に高さが４μｍ、面積１００μｍの柱状物を周期的に形
成し、セルギャップ保持用のスペーサとした。さらにそ
の上の最表面に配向膜を印刷し、乾燥し、焼成した。張
り合わせの際には球形のポリマビーズを用いなかった。
実施例１１～１４と同様に垂直配向方式の液晶表示装置
を作成し、焼き付き官能評価を行った。それぞれの抵抗
値での焼き付き官能評価は表５、表６の結果に一致し、
０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位
がＯＫレベルであった。
【０１５２】実施例１６
（垂直配向）方式の液晶表示装置において実施した。
[液晶表示装置の作製]基板として厚みが０．７ｍｍで表
面を研磨した透明なガラス基板（２）を２枚用いる。
（アクティブ素子および画素電極を有する基板の作製）
実施例１１と同様にしてアクティブ駆動用の液晶表示装
置用基板を作製した。
（カラーフィルター基板の作製）実施例１１とは異な
り、遮光膜を用いてブラックマトリックスは形成しなか
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った。ブラックマトリックスは青、赤、緑の画素を形成
する着色層のうち２色を積層（１７）して作製した。画
素およびブラックマトリックスを形成した後、透明導電
膜（１５）としてＩＴＯを成膜した。次に感光性樹脂を
用いて、分割配向用の突起を形成した。
（配向処理・液晶表示装置作成）分割配向用の突起のつ
いたカラーフィルター基板およびアクティブ駆動用の液
晶表示装置用基板の上の最表面に配向膜を印刷し、乾燥
し、焼成した。
【０１５３】本実施例では配向膜の樹脂成分としてポリ
イミド系の垂直配向膜を採用した。
【０１５４】該配向膜に必要に応じて金属粒子の酸化イ
ンジウム錫の種類、濃度をかえて、配向膜の抵抗値をか
えた。配向膜に添加した酸化インジウム錫の粒径は５～
２０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要に応じて
表面処理を施した。各配向膜を液晶表示装置用基板上に
印刷した。ラビング処理は施さなかった。
【０１５５】液晶（７）は市販されている負の誘電異方
性をもつネマチック液晶等を用いた。
【０１５６】液晶は基板の表面形状に沿ってほぼ垂直に
配向している。配向分割ようの突起が形成された部分
は、その突起の形状に沿ってほぼ垂直に配向している。
【０１５７】セルギャップは球形のポリマビーズを基板
間に分散して挾持し、液晶封入状態で４．５μｍとし
た。２枚の偏光板〔日東電工社製Ｇ１２２０ＤＵ〕でパ
ネルを挾み、一方の偏光板と他方とがなす角を直交とし
た。本実施例では低電圧（電圧オフ）で暗状態、高電圧
（電圧オン）で明状態をとるノーマリブラック特性を採
用した。
【０１５８】液晶の体積抵抗は５．４２×１０14Ω・ｃ
ｍであった。このようにして図７に示すようなアクティ
ブ駆動型液晶表示装置を得た。
[焼き付き官能評価]焼き付きの官能評価は実施例１と同
様におこなった。
【０１５９】採点した結果を表７に示す。０．９８×Ｒ
lc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準６５～水準７３において
焼き付きがＯＫレベルであった。なかでも水準６６～水
準７３が表示品位が良好であった。
【０１６０】
【表７】



(18) 特開２００３－５１８７

20

30

40

33

【０１６１】実施例１７
実施例１６と同様に垂直配向方式の液晶表示装置を作製
した。ただし、使用する液晶の組成を変えた。液晶の抵
抗値を測定したところ、３．４０×１０13 Ω・ｃｍで
あった。採点した結果を表８に示す。０．９８×Ｒlc≧

34

Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準７６～水準８４において焼き
付きがＯＫレベルであった。なかでも水準７７～水準８
４が表示品位が良好であった。
【０１６２】
【表８】

【０１６３】実施例１８
実施例１６と１７と同様に垂直配向方式の液晶表示装置
を作製した。金属粒子として酸化インジウム、酸化錫、
カドニウムドープ酸化錫、酸化チタン、二酸化チタン、
酸化亜鉛およびそれらの混合物をそれぞれ配向膜中に分
散させ、それぞれ抵抗値を表７、表８の抵抗値に一致す
るように調合した。配向膜に添加した金属粒子の粒径は
５～２０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要に応
じて表面処理を施した。それぞれの抵抗値での焼き付き
官能評価結果は表７、表８の結果に一致し、０．９８×
Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベ
ルであった。
【０１６４】実施例１９
実施例１６と１７と同様に垂直配向方式の液晶表示装置
を作製した。ただし、配向膜材料中に金属アルコキシド
を含むものを用いた。金属アルコキシドとしては、Ｉｎ
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をそれぞれ配向膜樹脂組成中に持

つものを用い、それぞれ抵抗値を表７、表８の抵抗値に
一致するように調合した。それぞれの抵抗値での焼き付

き官能評価結果は表７、表８の結果に一致し、０．９８
×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレ
ベルであった。
【０１６５】実施例２０
実施例１６～１９のカラーフィルターの作製において、
画素の２層を積層させてブラックマトリックスとした箇
所の他に、画素を構成する着色層の３色を重ねる箇所を
もうけた。感光性樹脂を用いて該基板上の着色層を３色
重ねた上に柱状体と開口部上に配向分割用突起（２０）
を形成した。３色の着色層と感光性樹脂を形成した箇所
が柱状体となるようにして、セルギャップ保持用のスペ
ーサーとした。該柱状体は高さが４μｍ、面積１００μ
ｍの柱状物（１９）を周期的になるように形成した。
【０１６６】カラーフィルター基板およびアクティブ素
子を形成した基板の最表面に配向膜を印刷し、乾燥し、
焼成した。張り合わせの際には球形のポリマビーズを用
いなかった。実施例１６～１９と同様に図８に示すよう
な垂直配向方式の液晶表示装置を作成し、焼き付き官能
評価を行った。それぞれの抵抗値での焼き付き官能評価
は表７、表８の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1
≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベルであっ
た。
【０１６７】実施例２１
ＳＲＡＭを画素内に内蔵した反射型低温ポリシリコンＴ
ＦＴ－ツイステッドネマチック（ＴＮ）方式の液晶表示
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装置において実施した。
[液晶表示装置の作製]基板として厚みが０．５ｍｍ  の
透明なガラス基板を２枚用いる。
（アクティブ素子および画素電極を有する基板の作製）
２枚のガラス基板のうち一方の基板の上に薄膜トランジ
スタ、ＳＲＡＭ、鏡面反射画素電極等を形成しアクティ
ブ駆動用の液晶表示装置用基板とした。本ＴＦＴアレイ
の構造はＴＮ方式の構造をしており、カラーフィルター
側のコモン電極を用いることでガラス基板に対し垂直に
電圧をかけることができる。
（カラーフィルター基板の作製）実施例１と同様に作製
した。ただし透明保護膜を形成した後、スパッタリング
法により透明導電膜としてＩＴＯ膜を形成した。カラー
フィルター上のＩＴＯ膜がコモン電極としての役割をに
なう。
（配向処理・液晶表示装置作成）カラーフィルター基板
およびアクティブ駆動用の液晶表示装置用基板の上の最
表面に配向膜を印刷し、乾燥し、焼成した。
【０１６８】本実施例では配向膜の樹脂成分としてポリ
イミド系の配向膜を採用した。
【０１６９】該配向膜に必要に応じて金属粒子の酸化イ
ンジウム錫の種類、濃度を変えて、配向膜の抵抗値を変
えた。配向膜に添加した酸化インジウム錫の粒径は５～
２０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要に応じて
表面処理を施した。各配向膜を液晶表示装置用基板上に
印刷、その後を液晶を配向させるためのラビング処理を*
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*配向膜に施した。
【０１７０】液晶は市販されているネマチック液晶等を
用いた。
【０１７１】上下界面上のラビング方向は互いにほぼ垂
直で、かつ印加電界方向とのなす角度を平行となる。こ
れらの基板間に誘電率異方性Δεが正のネマチック液晶
組成物を挟んだ。
【０１７２】セルギャップは球形のポリマビーズを基板
間に分散して挾持し、液晶封入状態で３．５μｍとし
た。２枚の偏光板〔日東電工社製Ｇ１２２０ＤＵ〕でパ
ネルを挾み、一方の偏光板の偏光透過軸をラビング方向
に設定し、他方をそれに直交とした。本実施例では低電
圧（電圧オフ）で明状態、高電圧（電圧オン）で暗状態
をとるノーマリホワイト特性を採用した。
【０１７３】液晶の体積抵抗は３．１２×１０14Ω・ｃ
ｍであった。このようにしてアクティブ駆動型液晶表示
装置を得た。
[焼き付き官能評価]焼き付きの官能評価は実施例１と同
様におこなった。
【０１７４】採点した結果を表９に示す。０．９８×Ｒ
lc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準８６～水準９４において
焼き付きがＯＫレベルであった。なかでも水準８７～水
準９４が表示品位が良好であった。
【０１７５】
【表９】

【０１７６】実施例２２
実施例２１と同様にＳＲＡＭを画素内に内蔵した反射型
低温ポリシリコンＴＦＴ－ツイステッドネマチック（Ｔ
Ｎ）方式の液晶表示装置において実施した。ただし、使
用する液晶を変更した。また配向膜も変更した。液晶の
抵抗値を測定したところ４．１３×１０11Ω・ｃｍであ

った。採点した結果を表１０に示す。０．９８×Ｒlc≧
Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準９７～水準１０５において焼
き付きがＯＫレベルであった。なかでも水準９６～水準
１０５が表示品位が良好であった。
【０１７７】
【表１０】



(20) 特開２００３－５１８７

10

20

30

37

【０１７８】実施例２３
実施例２１と２２と同様にＳＲＡＭを画素内に内蔵した
反射型低温ポリシリコンＴＦＴ－ツイステッドネマチッ
ク（ＴＮ）方式の液晶表示装置において実施した。ただ
し、金属粒子として酸化インジウム、酸化錫、カドニウ
ムドープ酸化錫、酸化チタン、二酸化チタン、酸化亜
鉛、およびそれらの混合物をそれぞれ配向膜中に分散さ
せ、それぞれ抵抗値を表９、１０の抵抗値に一致するよ
うに調合した。配向膜に添加した金属粒子の粒径は５～
２０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要に応じて
表面処理を施した。それぞれの抵抗値での焼き付き官能
評価結果は表９、表１０の結果に一致し、０．９８×Ｒ
lc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベル
であった。
【０１７９】実施例２４
実施例２１と２２と同様にＴＮ方式の液晶表示装置を作
製した。ただし、配向膜材料中に金属アルコキシドを含
むものをもちいた。金属アルコキシドとしては、Ｉｎ
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をそれぞれ配向膜樹脂組成中に持

つものを用い、それぞれ抵抗値を表９、１０の抵抗値に
一致するように調合した。それぞれの抵抗値での焼き付
き官能評価結果は表９、表１０の結果に一致し、０．９
８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫ
レベルであった。
【０１８０】実施例２５
実施例２１～２４のカラーフィルターの作製において、
透明保護膜および透明導電膜の形成後、感光性アクリル
樹脂をもちいて該基板上に高さが４μｍ、面積１００μ
ｍの柱状物を周期的に形成し、セルギャップ保持用のス
ペーサとした。さらにその上の最表面に配向膜を印刷
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し、乾燥し、焼成した。張り合わせの際には球形のポリ
マビーズを用いなかった。実施例２１～２４と同様に液
晶表示装置を作成し、焼き付き官能評価を行った。それ
ぞれの抵抗値での焼き付き官能評価は表９、表１０の結
果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水
準で表示品位がＯＫレベルであった。
【０１８１】実施例２６
横電界（ＩＰＳ）方式の液晶表示装置において実施し
た。
[液晶表示装置の作製]実施例１と同様に作製した。但し
額縁およびブラックマトリックスは、酸窒化チタンを分
散した樹脂をもちいた。その作製は次の様に行った。
【０１８２】酸窒化チタン１０ｇ、Ｎ－メチル－２－ピ
ロリドン５７ｇ、ブチルセロソルブ１３ｇをガラスビー
ズ１００ｇとともにホモジナイザーを用い、７０００ｒ
ｐｍで３０分間分散処理後、ガラスビーズを濾過により
除去し、顔料濃度１２．５重量％の分散液を得た。
【０１８３】該分散液４０ｇに、前記のポリマー濃度１
０重量％のポリイミド前駆体溶液１５ｇを添加混合し、
黒色ペーストを作製した。本ペーストをガラス上に塗布
後、１２５℃で２０分セミキュアした。この後、ポジ型
レジストをスピナーで塗布後、８０℃で２０分間乾燥し
た。フォトマスクを用いてフォトレジストを露光し、ア
ルカリ現像液に基板を浸漬して、ポジ型レジストの現像
およびポリイミド前駆体のエッチングを同時に行った。
その後、ポジ型フォトレジストをメチルセルソルブアセ
テートで剥離し、さらに、２８０℃で３０分間キュアし
た。
[焼き付き官能評価]実施例１と同様に、官能評価を行っ
た。
【０１８４】採点した結果を表１１に示す。０．９８×
Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準２～水準１０において
焼き付きがＯＫレベルであった。なかでも水準３～水準
１０が表示品位が良好であった。
【０１８５】
【表１１】
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【０１８６】実施例２７
実施例２６と同様にＩＰＳ方式の液晶表示装置を作製し
た。ただし、使用する液晶をシアノ系液晶を含む混合液
晶を用いた。液晶の抵抗値を測定したところ５.００×
１０13Ω・ｃｍであった。採点した結果を表１２に示
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す。０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準１３～
水準２１において焼き付きがＯＫレベルであった。なか
でも水準１４～水準２１が表示品位が良好であった。
【０１８７】
【表１２】

【０１８８】実施例２８
実施例２７と２８と同様にＩＰＳ方式の液晶表示装置を
作製した。金属粒子として酸化インジウム、酸化錫、カ
ドニウムドープ酸化錫、酸化チタン、二酸化チタン、酸
化亜鉛、およびそれらの混合物をそれぞれ配向膜中に分
散させ、それぞれ抵抗値を表１１、１２の抵抗値に一致
するように調合した。配向膜に添加した金属粒子の粒径
は５～２０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要に
応じて表面処理を施した。それぞれの抵抗値での焼き付
き官能評価結果は表１１、表１２の実施例２６，実施例
２７の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を
満たす水準で表示品位がＯＫレベルであった。
【０１８９】実施例２９
実施例２７と２８と同様にＩＰＳ方式の液晶表示装置を
作製した。ただし、配向膜材料中に金属アルコキシドを
含むものを用いた。金属アルコキシドとしては、Ｉｎ
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つものを用い、それぞれ抵抗値を表１１、表１２の抵抗
値に一致するように調合した。それぞれの抵抗値での焼
き付き官能評価結果は表１１、表１２の実施例２６，実

施例２７の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒa
l2を満たす水準で表示品位がＯＫレベルであった。
【０１９０】実施例３０
実施例２６～２９のカラーフィルターの作製において、
透明保護膜の形成後、感光性アクリル樹脂を用いて該基
板上に高さが４μｍ、面積１００μｍの柱状物（１４）
を周期的に形成し、セルギャップ保持用のスペーサとし
た。さらにその上の最表面に配向膜を印刷し、乾燥し、
焼成した。張り合わせの際には球形のポリマビーズを用
いなかった。実施例１～４と同様に図２に示すようなＩ
ＰＳ方式の液晶表示装置を作成し、焼き付き官能評価を
行った。それぞれの抵抗値での焼き付き官能評価は表１
１、表１２の実施例２６、実施例２７の結果に一致し、
０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位
がＯＫレベルであった。
【０１９１】実施例３１
実施例１と同様にツイステッドネマチック（ＴＮ）方式
の液晶表示装置において実施した。ただし、額縁および
ブラックマトリックスの形成に、酸窒化チタンを分散し
た樹脂をもちいた。実施例６と同様に配向膜を変更した
水準で液晶表示装置を作製し、官能評価をした。焼き付
きの官能評価は実施例１と同様におこなった。採点した
結果を表１３に示す。０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を
満たす水準２３～水準３１において焼き付きがＯＫレベ
ルであったが、画面の周縁部が中央部に比して、若干焼
き付きの傾向があった。水準２４～水準３１が特に表示
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品位が良好であった。
【０１９２】 *
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*【表１３】

【０１９３】実施例３２
実施例３１と同様にＴＮ方式の液晶表示装置を作製し
た。但し使用する液晶を変更した。また配向膜も変更し
た。採点した結果を表１４に示す。０．９８×Ｒlc≧Ｒ
al1≧Ｒal2を満たす水準３４～水準４２において焼き付

きがＯＫレベルであったが、画面の周縁部が中央部に比
して焼き付きの傾向があった。水準３５～水準４２が表
示品位が良好であった。
【０１９４】
【表１４】

【０１９５】実施例３３
実施例３１と３２と同様にＴＮ方式の液晶表示装置を作
製した。金属粒子として酸化インジウム、酸化錫、カド
ニウムドープ酸化錫、酸化チタン、二酸化チタン、酸化
亜鉛、およびそれらの混合物をそれぞれ配向膜中に分散
させ、それぞれ抵抗値を表３１、１４の抵抗値に一致す
るように調合した。配向膜に添加した金属粒子の粒径は
５～２０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要に応
じて表面処理を施した。それぞれの抵抗値での焼き付き
官能評価結果は表１３、表１４の実施例３１、実施例３
２の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満
たす水準で表示品位がＯＫレベルであった。
【０１９６】実施例３４
実施例３１と３２と同様にＴＮ方式の液晶表示装置を作
製した。ただし、配向膜材料中に金属アルコキシドを含
むものを用いた。金属アルコキシドとしては、Ｉｎ（Ｏ
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をそれぞれ配向膜樹脂組成中に持つも

のを用い、それぞれ抵抗値を表３、表４の抵抗値に一致

するように調合した。それぞれの抵抗値での焼き付き官
能評価結果は表１３、表１４の実施例３１、実施例３２
の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満た
す水準で表示品位がＯＫレベルであった。
【０１９７】実施例３５
実施例３１～３４のカラーフィルターの作製において、
透明保護膜および透明導電膜の形成後、感光性アクリル
樹脂を用いて該基板上に高さが４μｍ、面積１００μｍ
の柱状物（１４）を周期的に形成し、セルギャップ保持
用のスペーサとした。さらにその上の最表面に配向膜を
印刷し、乾燥し、焼成した。張り合わせの際には球形の
ポリマビーズを用いなかった。実施例６～９と同様にＴ
Ｎ方式の液晶表示装置を作成し、焼き付き官能評価を行
った。それぞれの抵抗値での焼き付き官能評価は表１
３、表１４の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧
Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベルであった。
【０１９８】実施例３６
垂直配向方式の液晶表示装置において実施した。
[液晶表示装置の作製]実施例１１と同様に作製した。但
し、カラーフィルター基板の作製において、酸窒化チタ
ンを含有する樹脂を用いてブラックマトリックスを形成
した。配向処理・液晶表示装置においても、実施例１１
と同様に行い、図５に示すようなアクティブ駆動型液晶
表示装置を得た。
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[焼き付き官能評価]焼き付きの官能評価は実施例１と同
様におこなった。
【０１９９】採点した結果を表１５に示す。０．９８×
Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準４４～水準５２におい
て焼き付きがＯＫレベルであったが、画面の周縁部が中*

44
*央部に比して焼き付きの傾向があった。なかでも水準４
５～水準５２が表示品位が良好であった。
【０２００】
【表１５】

【０２０１】実施例３７
実施例３６と同様に垂直配向方式の液晶表示装置を作製
した。ただし、使用する液晶に実施例１２と同様に添加
物を加え、液晶の抵抗値を調整した。採点した結果を表
１６に示す。０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水

準５５～水準６３において焼き付きがＯＫレベルであっ
た。なかでも水準５６～水準６３が表示品位が良好であ
った。
【０２０２】
【表１６】

【０２０３】実施例３８
実施例３６と３７と同様に垂直配向方式の液晶表示装置
を作製した。金属粒子として酸化インジウム、酸化錫、
カドニウムドープ酸化錫、酸化チタン、二酸化チタン、
酸化亜鉛、およびそれらの混合物をそれぞれ配向膜中に
分散させ、それぞれ抵抗値を表１５、１６の抵抗値に一
致するように調合した。配向膜に添加した金属粒子の粒
径は５～２０ｎｍのものを選択した。金属粒子には必要
に応じて表面処理を施した。それぞれの抵抗値での焼き
付き官能評価結果は表１５、表１６の結果に一致し、
０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位
がＯＫレベルであった。
【０２０４】実施例３９
実施例３６と３７と同様に垂直配向方式の液晶表示装置
を作製した。ただし、実施例１４と同様に配向膜材料中
に金属アルコキシドを含むものを用いた。金属アルコキ
シドとしては、Ｉｎ（ＯＣＨ（ＣＨ
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脂組成中に持つものを用い、それぞれ抵抗値を表１１、
表１２の抵抗値に一致するように調合した。それぞれの
抵抗値での焼き付き官能評価結果は表１５、表１６の実
施例３６および実施例３７の結果に一致し、０．９８×
Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベ
ルであった。
【０２０５】実施例３０
実施例３６～３９のカラーフィルターの作製において、
配向分割用突起の形成後、感光性樹脂を用いて該基板上
に高さが４μｍ、面積１００μｍの柱状物を周期的に形
成し、セルギャップ保持用のスペーサとした。さらにそ
の上の最表面に配向膜を印刷し、乾燥し、焼成した。張
り合わせの際には球形のポリマビーズを用いなかった。
実施例３６～３９と同様に垂直配向方式の液晶表示装置
を作成し、焼き付き官能評価を行った。それぞれの抵抗
値での焼き付き官能評価は表１５、表１６の結果に一致
し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示
品位がＯＫレベルであった。
【０２０６】実施例３１
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駆動回路をガラス基板上形成した反射型低温ポリシリコ
ンＴＦＴ－ツイステッドネマチック（ＴＮ）方式の液晶
表示装置において実施した。
【０２０７】液晶表示装置の作製は実施例２１と同様に
行った。カラーフィルター基板の作製は実施例２６と同
様に作製したが、透明保護膜を形成した後、スパッタリ
ング法により透明導電膜としてＩＴＯ膜を形成した。カ
ラーフィルター上のＩＴＯ膜がコモン電極としての役割
をになう。
【０２０８】実施例２１と同様に該配向膜に必要に応じ
て金属粒子の酸化インジウム錫の種類、濃度を変えて、
配向膜の抵抗値を変えた。配向膜に添加した酸化インジ
ウム錫の粒径は５～２０ｎｍのものを選択した。金属粒*
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*子には必要に応じて表面処理を施した。各配向膜を液晶
表示装置用基板上に印刷、その後を液晶を配向させるた
めのラビング処理を配向膜に施し、液晶表示装置を作製
した。
【０２０９】焼き付きの官能評価は実施例１と同様にお
こなった。
【０２１０】採点した結果を表１７に示す。０．９８×
Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準８６～水準９４におい
て焼き付きがＯＫレベルであったが、画面の周縁部が中
央部に比して焼き付きの傾向があった。水準８７～水準
９４が表示品位が良好であった。
【０２１１】
【表１７】

【０２１２】実施例３２
実施例３１と同様に反射型低温ポリシリコンＴＦＴ－ツ
イステッドネマチック（ＴＮ）方式の液晶表示装置にお
いて実施した。ただし、使用する液晶を変更した。また
配向膜も変更した。液晶の抵抗値を測定したところ４．
１３×１０11Ω・ｃｍであった。採点した結果を表１８
に示す。０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準９*

*７～水準１０５において焼き付きがＯＫレベルであった
が、画面の周縁部が中央部に比して焼き付きの傾向があ
った。水準９６～水準１０５が表示品位が良好であっ
た。
【０２１３】
【表１８】

【０２１４】実施例３３
実施例３１と３２と同様に反射型低温ポリシリコンＴＦ
Ｔ－ツイステッドネマチック（ＴＮ）方式の液晶表示装
置において実施した。ただし、実施例２３と同様に金属
粒子として酸化インジウム、酸化錫、カドニウムドープ
酸化錫、酸化チタン、二酸化チタン、酸化亜鉛、および
それらの混合物をそれぞれ配向膜中に分散させ、それぞ
れ抵抗値を表１７、１８の抵抗値に一致するように調合
した。配向膜に添加した金属粒子の粒径は５～２０ｎｍ
のものを選択した。金属粒子には必要に応じて表面処理
を施した。それぞれの抵抗値での焼き付き官能評価結果

は表１７、表１８の実施例３１、３２の結果に一致し、
０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位
がＯＫレベルであった。
【０２１５】実施例３４
実施例３１と３２と同様にＴＮ方式の液晶表示装置を作
製した。ただし、実施例２４と同様に、配向膜材料中に
金属アルコキシドを含むものをもちいた。金属アルコキ
シドとしては、Ｉｎ（ＯＣＨ（ＣＨ
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脂組成中に持つものを用い、それぞれ抵抗値を表９、１
０の抵抗値に一致するように調合した。それぞれの抵抗
値での焼き付き官能評価結果は表１７、表１８の実施例
３１、３２の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧
Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベルであった。
【０２１６】実施例３５
実施例３１～３４のカラーフィルターの作製において、
透明保護膜および透明導電膜の形成後、感光性アクリル
樹脂をもちいて該基板上に高さが４μｍ、面積１００μ
ｍの柱状物を周期的に形成し、セルギャップ保持用のス
ペーサとした。さらにその上の最表面に配向膜を印刷
し、乾燥し、焼成した。張り合わせの際には球形のポリ
マビーズを用いなかった。実施例３１～３４と同様に液
晶表示装置を作成し、焼き付き官能評価を行った。それ
ぞれの抵抗値での焼き付き官能評価は表１７、表１８の
実施例３１、実施例３２の結果に一致し、０．９８×Ｒ
lc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準で表示品位がＯＫレベル
であった。
【０２１７】実施例３６
駆動回路をガラス基板上形成した反射型低温ポリシリコ
ンＴＦＴ－ツイステッドネマチック（ＴＮ）方式の液晶
表示装置において実施した。 *
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*【０２１８】液晶表示装置の作製は実施例２１と同様に
行った。カラーフィルター基板の作製は実施例２６と同
様に作製したが、ブラックマトリックスは形成しなかっ
た。ただし額縁は形成した。額縁には実施例２６と同様
に酸窒化チタンを分散した樹脂をもちいている。また透
明保護膜を形成した後、スパッタリング法により透明導
電膜としてＩＴＯ膜を形成した。カラーフィルター上の
ＩＴＯ膜がコモン電極としての役割をになう。
【０２１９】実施例２１と同様に該配向膜に必要に応じ
て金属粒子の酸化インジウム錫の種類、濃度を変えて、
配向膜の抵抗値を変えた。配向膜に添加した酸化インジ
ウム錫の粒径は５～２０ｎｍのものを選択した。金属粒
子には必要に応じて表面処理を施した。各配向膜を液晶
表示装置用基板上に印刷、その後を液晶を配向させるた
めのラビング処理を配向膜に施し、液晶表示装置を作製
した。
【０２２０】焼き付きの官能評価は実施例１と同様にお
こなった。
【０２２１】採点した結果を表１９に示す。０．９８×
Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2を満たす水準８６～水準９４におい
て焼き付きがＯＫレベルであったが、画面の周縁部が中
央部に比して焼き付きの傾向があった。水準８７～水準
９４が表示品位が良好であった。
【０２２２】
【表１９】

【０２２３】実施例３７
実施例３６のカラーフィルターの作製において、透明保
護膜および透明導電膜の形成後、感光性アクリル樹脂を
もちいて該基板上に高さが４μｍ、面積１００μｍの柱
状物を周期的に形成し、セルギャップ保持用のスペーサ
とした。さらにその上の最表面に配向膜を印刷し、乾燥
し、焼成した。張り合わせの際には球形のポリマビーズ
を用いなかった。実施例３６と同様に偏光板等を貼り付
け液晶表示装置を作製し、焼き付き官能評価を行った。
それぞれの抵抗値での焼き付き官能評価は表１９の実施
例３６の結果に一致し、０．９８×Ｒlc≧Ｒal1≧Ｒal2
を満たす水準で表示品位がＯＫレベルであった。
【０２２４】
【発明の効果】本発明によれば、焼き付きの低減された
液晶表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】

【図１】実施例１～４、２６～２９を説明する液晶表示
装置を示す断面概略図である。
【図２】実施例５、３０を説明する液晶表示装置を示す
断面概略図である。
【図３】実施例６～９、３１～３４を説明する液晶表示
装置を示す断面概略図である。
【図４】実施例１０、３５を説明する液晶表示装置を示
す断面概略図である。
【図５】実施例１１～１４、３６～３９を説明する液晶
表示装置を示す断面概略図である。
【図６】実施例１５、３０を説明する液晶表示装置を示
す断面概略図である。
【図７】実施例１６～１９を説明する液晶表示装置を示
す断面概略図である。
【図８】実施例２０を説明する液晶表示装置を示す断面
概略図である。
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【符号の説明】
１：偏光板
２：ガラス基板
３：ゲート電極
４：層間絶縁膜
５：画素電極
６：アクティブ素子付き基板側配向膜
７：液晶
８：ビーズスペーサ
９：着色画素層
１０：ブラックマトリックス
１１：透明保護膜 *

50
*１２：共通電極
１３：アクティブ素子付き基板の対向側基板上の配向膜
１４：柱状物
１５：透明導電膜
１６：配向分割用突起
１７：着色層を２層積層して形成したブラックマトリッ
クス
１８：着色層を３層積層して形成した箇所
１９：感光性樹脂で作製した柱状体
２０：１９と同じ感光性樹脂で１９と同時形成した配向
分割用突起

【図１】 【図２】

【図３】
【図４】
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